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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（１）走査回路、
　（２）信号出力回路、
　（３）第１の方向にＮ個、第１の方向とは異なる第２の方向にＭ個、合計Ｎ×Ｍ個の、
２次元マトリクス状に配列され、それぞれが有機エレクトロルミネッセンス発光部、及び
、有機エレクトロルミネッセンス発光部を駆動するための駆動回路を備えている有機エレ
クトロルミネッセンス表示素子、
　（４）走査回路に接続され、第１の方向に延びるＭ本の走査線、
　（５）信号出力回路に接続され、第２の方向に延びるＮ本のデータ線、並びに、
　（６）電源部、
を備え、
　前記駆動回路は、書込みトランジスタ、駆動トランジスタ、及び、容量部から構成され
ており、
　駆動トランジスタにおいては、
　（Ａ－１）ドレイン領域は、電源部に接続されており、
　（Ａ－２）ソース領域は、有機エレクトロルミネッセンス発光部に備えられたアノード
電極に接続され、且つ、容量部の一方の電極に接続されており、第２ノードを構成し、
　（Ａ－３）ゲート電極は、書込みトランジスタの他方のソース／ドレイン領域に接続さ
れ、且つ、容量部の他方の電極に接続されており、第１ノードを構成し、
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　書込みトランジスタにおいては、
　（Ｂ－１）一方のソース／ドレイン領域は、データ線に接続されており、
　（Ｂ－２）ゲート電極は、走査線に接続されている、
有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法であって、
　第１行目乃至第Ｍ行目の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は線順次走査され、各
行の有機エレクトロルミネッセンス表示素子を走査するために割り当てられた期間を水平
走査期間と表すとき、各水平走査期間にあっては、信号出力回路から第１ノード初期化電
圧をデータ線に印加する初期化期間と、次いで、信号出力回路から映像信号をデータ線に
印加する映像信号期間とが存在し、
　駆動回路は、更に、第１トランジスタと、第１トランジスタとは異なる導電型のトラン
ジスタから成る第２トランジスタとを備えており、
　第１トランジスタにおいては、
　（Ｃ－１）他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　（Ｃ－２）一方のソース／ドレイン領域には、第２ノードの電位を初期化するための第
２ノード初期化電圧が印加され、
　（Ｃ－３）ゲート電極は、第１トランジスタ制御線に接続されており、
　電源部と駆動トランジスタのドレイン領域とは第２トランジスタを介して接続されてお
り、第２トランジスタのゲート電極は第１トランジスタ制御線に接続されており、第１ト
ランジスタがオン状態であるとき第２トランジスタはオフ状態となり、
　第ｍ行目（但し、ｍ＝１，２，３・・・，Ｍ）の有機エレクトロルミネッセンス表示素
子に対応する映像信号期間を含む水平走査期間を水平走査期間Ｈmと表し、水平走査期間
Ｈmに対しＰ個（但し、Ｐは、１＜Ｐ＜Ｍの関係を満たし、有機エレクトロルミネッセン
ス表示装置において所定の値）の水平走査期間分先行する水平走査期間を水平走査期間Ｈ

m_pre_Pと表すとき、
　第ｍ行、第ｎ列目（但し、ｎ＝１，２，３・・・，Ｎ）の有機エレクトロルミネッセン
ス表示素子において、
　（ａ）水平走査期間Ｈm_pre_Pの終期より前に位置する初期化期間に、走査回路の動作
に基づいてオン状態とされた書込みトランジスタを介してデータ線から第１ノードに第１
ノード初期化電圧を印加して第１ノードの電位を初期化し、第１トランジスタ制御線から
の信号によりオン状態とされた第１トランジスタを介して第２ノードに第２ノード初期化
電圧を印加して第２ノードの電位を初期化し、以て、第１ノードと第２ノードとの間の電
位差が駆動トランジスタの閾値電圧を超え、且つ、第２ノードと有機エレクトロルミネッ
センス発光部に備えられたカソード電極との間の電位差が有機エレクトロルミネッセンス
発光部の閾値電圧を超えないように、第１ノードの電位及び第２ノードの電位を初期化す
る前処理を行い、次いで、
　（ｂ）第１トランジスタ制御線からの信号により第１トランジスタをオン状態からオフ
状態とし、
　（ｃ）走査回路の動作に基づいて書込みトランジスタを初期化期間においてオン状態と
し、オン状態とされた書込みトランジスタを介してデータ線から第１ノードに第１ノード
初期化電圧を印加した状態で駆動電圧を電源部から駆動トランジスタのドレイン領域に印
加し、以て、水平走査期間Ｈm_pre_Pにおける初期化期間において第１ノード初期化電圧
から駆動トランジスタの閾値電圧を減じた電位に達するまで第２ノードの電位を変化させ
て駆動トランジスタをオフ状態とする閾値電圧キャンセル処理を行い、次いで、
　（ｄ）走査回路の動作に基づいて書込みトランジスタをオフ状態とすることにより第１
ノードを浮遊状態とすると共に、駆動トランジスタのオフ状態を維持し、
　（ｅ）走査回路の動作に基づいてオン状態とされた書込みトランジスタを介して、水平
走査期間Ｈmにおける映像信号期間に、データ線から映像信号を第１ノードに印加する書
込み処理を行い、次いで、
　（ｆ）走査回路の動作に基づいて書込みトランジスタをオフ状態とすることにより第１
ノードを浮遊状態とし、電源部から駆動トランジスタを介して、第１ノードと第２ノード
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との間の電位差の値に応じた電流を有機エレクトロルミネッセンス発光部に流す、
有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法。
【請求項２】
　前記工程（ｄ）と前記工程（ｅ）との間に、
　（ｇ）初期化期間に、走査回路の動作に基づいてオン状態とされた書込みトランジスタ
を介してデータ線から第１ノードに第１ノード初期化電圧を印加して第１ノードの電位を
初期化し、第１トランジスタ制御線からの信号によりオン状態とされた第１トランジスタ
を介して第２ノードに第２ノード初期化電圧を印加して第２ノードの電位を初期化し、以
て、第１ノードと第２ノードとの間の電位差が駆動トランジスタの閾値電圧を超え、且つ
、第２ノードと有機エレクトロルミネッセンス発光部に備えられたカソード電極との間の
電位差が有機エレクトロルミネッセンス発光部の閾値電圧を超えないように、第１ノード
の電位及び第２ノードの電位を初期化する第２の前処理を行い、次いで、
　（ｈ）第１トランジスタ制御線からの信号により第１トランジスタをオン状態からオフ
状態とし、
　（ｉ）走査回路の動作に基づいて書込みトランジスタを初期化期間においてオン状態と
し、オン状態とされた書込みトランジスタを介してデータ線から第１ノードに第１ノード
初期化電圧を印加した状態で駆動電圧を電源部から駆動トランジスタのドレイン領域に印
加し、以て、水平走査期間Ｈmの終期より前に位置する初期化期間において第１ノード初
期化電圧から駆動トランジスタの閾値電圧を減じた電位に達するまで第２ノードの電位を
変化させて駆動トランジスタをオフ状態とする第２の閾値電圧キャンセル処理を行う、
請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法。
【請求項３】
　初期化期間において、信号出力回路は、第１ノード初期化電圧として第１初期化電圧を
データ線に印加し、次いで、第１初期化電圧に替えて、第１初期化電圧より低い第２初期
化電圧を第１ノード初期化電圧としてデータ線に印加する、
請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光部を備えた表示素子、及び、係る表示素子を備えた表示装置が周知である。例えば
、有機材料のエレクトロルミネッセンス（Electroluminescence：以下、ＥＬと略称する
場合がある）を利用した有機エレクトロルミネッセンス発光部を備えた表示素子（以下、
単に、有機ＥＬ表示素子と略称する場合がある）は、低電圧直流駆動による高輝度発光が
可能な表示素子として注目されている。
【０００３】
　液晶表示装置と同様に、例えば、有機ＥＬ表示素子を備えた有機エレクトロルミネッセ
ンス表示装置（以下、単に、有機ＥＬ表示装置と略称する場合がある）においても、駆動
方式として、単純マトリクス方式、及び、アクティブマトリクス方式が周知である。アク
ティブマトリクス方式は、構造が複雑となるといった欠点はあるが、画像の輝度を高いも
のとすることができる等の利点を有する。アクティブマトリクス方式により駆動される有
機ＥＬ表示素子にあっては、発光層を含む有機層等から構成された発光部に加えて、発光
部を駆動するための駆動回路を備えている。
【０００４】
　有機エレクトロルミネッセンス発光部（以下、単に、発光部と略称する場合がある）を
駆動するための回路として、２つのトランジスタと１つの容量部から構成された駆動回路
（２Ｔｒ／１Ｃ駆動回路と呼ぶ）が、例えば、特開２００７－３１０３１１号公報（特許
文献１）から周知である。この２Ｔｒ／１Ｃ駆動回路は、図２に示すように、書込みトラ
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ンジスタＴＲW、駆動トランジスタＴＲDの２つのトランジスタから構成され、更には、１
つの容量部Ｃ1から構成されている。ここで、駆動トランジスタＴＲDの他方のソース／ド
レイン領域は第２ノードＮＤ2を構成し、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極は第１ノー
ドＮＤ1を構成する。
【０００５】
　そして、図４にタイミングチャートを示すように、［期間－ＴＰ（２）1’］において
、閾値電圧キャンセル処理を行うための前処理が実行される。即ち、走査線ＳＣＬからの
信号によりオン状態とされた書込みトランジスタＴＲWを介して、データ線ＤＴＬから第
１ノード初期化電圧ＶOfs（例えば、０ボルト）を第１ノードＮＤ1に印加する。これによ
り、第１ノードＮＤ1の電位は、ＶOfsとなる。また、駆動トランジスタＴＲDを介して、
電源部１００から第２ノード初期化電圧ＶCC-L（例えば、－１０ボルト）を第２ノードＮ
Ｄ2に印加する。これにより、第２ノードＮＤ2の電位は、ＶCC-Lとなる。駆動トランジス
タＴＲDの閾値電圧を電圧Ｖth（例えば、３ボルト）と表す。駆動トランジスタＴＲDのゲ
ート電極と他方のソース／ドレイン領域（以下、便宜上、ソース領域と呼ぶ場合がある）
との間の電位差がＶth以上となり、駆動トランジスタＴＲDはオン状態となる。尚、発光
部ＥＬＰのカソード電極は、電圧ＶCat（例えば、０ボルト）が印加される給電線ＰＳ２
に接続されている。
【０００６】
　次いで、［期間－ＴＰ（２）2’］において、閾値電圧キャンセル処理が行われる。即
ち、書込みトランジスタＴＲWのオン状態を維持したまま、電源部１００の電圧を第２ノ
ード初期化電圧ＶCC-Lから駆動電圧ＶCC-H（例えば、２０ボルト）に切り替える。その結
果、第１ノードＮＤ1の電位から駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを減じた電位に向
かって、第２ノードＮＤ2の電位は変化する。即ち、浮遊状態の第２ノードＮＤ2の電位は
上昇する。そして、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極とソース領域との間の電位差が
Ｖthに達すると、駆動トランジスタＴＲDがオフ状態となる。この状態にあっては、第２
ノードＮＤ2の電位は、概ね（ＶOfs－Ｖth）である。
【０００７】
　その後、［期間－ＴＰ（２）3’］において、書込みトランジスタＴＲWをオフ状態とす
る。そして、データ線ＤＴＬの電圧を映像信号に相当する電圧［発光部ＥＬＰにおける輝
度を制御するための映像信号（駆動信号、輝度信号）ＶSig_m］とする。
【０００８】
　次いで、［期間－ＴＰ（２）4’］において、書込み処理を行う。具体的には、走査線
ＳＣＬをハイレベルとすることによって書込みトランジスタＴＲWをオン状態とする。そ
の結果、第１ノードＮＤ1の電位は、映像信号ＶSig_mへと上昇する。
【０００９】
　ここで、容量部Ｃ1の値を値ｃ1とし、発光部ＥＬＰの容量ＣELの値を値ｃELとする。そ
して、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極と他方のソース／ドレイン領域との間の寄生
容量の値をｃgsとする。駆動トランジスタＴＲDのゲート電極の電位がＶOfsからＶSig_m

（＞ＶOfs）に変化したとき、容量部Ｃ1の両端の電位（換言すれば、第１ノードＮＤ1と
第２ノードＮＤ2の電位）は、原則として、変化する。即ち、駆動トランジスタＴＲDのゲ
ート電極の電位（＝第１ノードＮＤ1の電位）の変化分（ＶSig_m－ＶOfs）に基づく電荷
が、容量部Ｃ1、発光部ＥＬＰの容量ＣEL、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極と他方の
ソース／ドレイン領域との間の寄生容量に振り分けられる。然るに、値ｃELが、値ｃ1及
び値ｃgsと比較して十分に大きな値であれば、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極の電
位の変化分（ＶSig_m－ＶOfs）に基づく駆動トランジスタＴＲDの他方のソース／ドレイ
ン領域（第２ノードＮＤ2）の電位の変化は小さい。そして、一般に、発光部ＥＬＰの容
量ＣELの値ｃELは、容量部Ｃ1の値ｃ1及び駆動トランジスタＴＲDの寄生容量の値ｃgsよ
りも大きい。そこで、説明の便宜のため、第１ノードＮＤ1の電位変化により生ずる第２
ノードＮＤ2の電位変化は考慮せずに説明を行う。尚、図４に示した駆動のタイミングチ
ャートは、第１ノードＮＤ1の電位変化により生ずる第２ノードＮＤ2の電位変化を考慮せ
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ずに示した。
【００１０】
　上述した動作にあっては、駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に電
源部１００から電圧ＶCC-Hが印加された状態で、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極に
映像信号ＶSig_mが印加される。このため、図４に示すように、［期間－ＴＰ（２）4’］
において第２ノードＮＤ2の電位が上昇する。この電位の上昇量ΔＶ（電位補正値）につ
いては後述する。駆動トランジスタＴＲDのゲート電極（第１ノードＮＤ1）の電位をＶg

とし、他方のソース／ドレイン領域（第２ノードＮＤ2）の電位をＶsとしたとき、上述し
た第２ノードＮＤ2の電位の上昇量ΔＶを考慮しなければ、Ｖgの値、Ｖsの値は以下のと
おりとなる。第１ノードＮＤ1と第２ノードＮＤ2の電位差、即ち、駆動トランジスタＴＲ

Dのゲート電極と、ソース領域として働く他方のソース／ドレイン領域との間の電位差Ｖg

sは、以下の式（Ａ）で表すことができる。
【００１１】
Ｖg ＝ＶSig_m

Ｖs ≒ＶOfs－Ｖth

Ｖgs≒ＶSig_m－（ＶOfs－Ｖth）　　（Ａ）
【００１２】
　即ち、駆動トランジスタＴＲDに対する書込み処理において得られたＶgsは、発光部Ｅ
ＬＰにおける輝度を制御するための映像信号ＶSig_m、駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧
Ｖth、及び、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極の電位を初期化するための電圧ＶOfsの
みに依存している。そして、発光部ＥＬＰの閾値電圧Ｖth-ELとは無関係である。
【００１３】
　次いで、移動度補正処理について簡単に説明する。上述した動作にあっては、書込み処
理において、駆動トランジスタＴＲDの特性（例えば、移動度μの大小等）に応じて駆動
トランジスタＴＲDの他方のソース／ドレイン領域の電位（即ち、第２ノードＮＤ2の電位
）を変化させる移動度補正処理が併せて行われる。
【００１４】
　上述したように、駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に電源部１０
０から電圧ＶCC-Hが印加された状態で、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極に映像信号
ＶSig_mが印加される。ここで、図４に示すように、［期間－ＴＰ（２）4’］において第
２ノードＮＤ2の電位が上昇する。その結果、駆動トランジスタＴＲDの移動度μの値が大
きい場合、駆動トランジスタＴＲDのソース領域における電位の上昇量ΔＶ（電位補正値
）は大きくなり、駆動トランジスタＴＲDの移動度μの値が小さい場合、駆動トランジス
タＴＲDのソース領域における電位の上昇量ΔＶ（電位補正値）は小さくなる。駆動トラ
ンジスタＴＲDのゲート電極とソース領域との間の電位差Ｖgsは、式（Ａ）から以下の式
（Ｂ）のように変形される。尚、［期間－ＴＰ（２）4’］の全時間（ｔ0）は、有機ＥＬ
表示装置の設計の際、設計値として予め決定しておけばよい。
【００１５】
Ｖgs≒ＶSig_m－（ＶOfs－Ｖth）－ΔＶ　　（Ｂ）
【００１６】
　以上の操作によって、閾値電圧キャンセル処理、書込み処理、移動度補正処理が完了す
る。そして、その後の［期間－ＴＰ（２）5’］の始期において、走査線ＳＣＬからの信
号により書込みトランジスタＴＲWをオフ状態とすることにより第１ノードＮＤ1を浮遊状
態とする。駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域（以下、便宜上、ドレ
イン領域と呼ぶ場合がある）には、電源部１００から電圧ＶCC-Hが印加された状態にある
。従って、以上の結果として、第２ノードＮＤ2の電位が上昇し、所謂ブートストラップ
回路におけると同様の現象が駆動トランジスタＴＲDのゲート電極に生じ、第１ノードＮ
Ｄ1の電位も上昇する。駆動トランジスタＴＲDのゲート電極とソース領域との間の電位差
Ｖgsは、式（Ｂ）の値を保持する。また、発光部ＥＬＰを流れる電流は、駆動トランジス
タＴＲDのドレイン領域からソース領域へと流れるドレイン電流Ｉdsである。駆動トラン
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ジスタＴＲDが飽和領域において理想的に動作するとすれば、ドレイン電流Ｉdsは、以下
の式（Ｃ）で表すことができる。発光部ＥＬＰはドレイン電流Ｉdsの値に応じた輝度で発
光する。尚、係数ｋについては後述する。
【００１７】
Ｉds＝ｋ・μ・（Ｖgs－Ｖth）

2

　　＝ｋ・μ・（ＶSig_m－ＶOfs－ΔＶ）2　　（Ｃ）
【００１８】
　そして、図４に示す［期間－ＴＰ（２）5’］を発光期間とし、［期間－ＴＰ（２）6’
］の始期から次の発光期間までの間を非発光状態の期間（以下、単に、非発光期間と呼ぶ
場合がある）とする。具体的には、［期間－ＴＰ（２）6’］の始期において、電源部１
００の電圧ＶCC-Hを電圧ＶCC-Lに切り替え、次の期間［期間－ＴＰ（２）1’］（図４に
おいては、［期間－ＴＰ（２）+1’］と示す）の終期まで維持する。これにより、［期間
－ＴＰ（２）6’］の始期から、次の［期間－ＴＰ（２）+5’］の始期までの間が非発光
期間となる。
【００１９】
　以上に概要を説明した２Ｔｒ／１Ｃ駆動回路の動作についても、後に詳しく説明する。
【００２０】
【特許文献１】特開２００７－３１０３１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　上述した駆動方法にあっては、非発光期間を設けることにより、アクティブマトリクス
駆動に伴う残像ボケが低減され、動画品位をより優れたものとすることができる。しかし
ながら、非発光期間において、基本的に発光部ＥＬＰには｜ＶCC-L－ＶCat｜といった値
の逆方向電圧が印加される。発光部ＥＬＰの劣化を軽減するためには、非発光期間におい
て絶対値が大きい逆方向電圧が印加される期間が占める割合が小さいことが好ましい。ま
た、前処理を行う期間を除いた非発光期間において発光部ＥＬＰに印加される逆方向電圧
の絶対値も小さいことが好ましい。例えば、ＶCC-L＜ＶCC-M＜ＶCC-Hなる関係を満たす中
間電圧ＶCC-Mを、前処理を行う期間を除いた非発光期間において電源部から供給するとい
った構成とすることもできるが、有機エレクトロルミネッセンス表示装置の構成や制御が
複雑になるといった問題がある。
【００２２】
　従って、本発明の目的は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置の構成を複雑なもの
とすることなく、非発光期間において逆方向電圧が印加されることによる発光部ＥＬＰの
劣化を軽減することができる、有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記の目的を達成するための本発明の第１の態様及び第２の態様に係る有機エレクトロ
ルミネッセンス表示装置の駆動方法は、
　（１）走査回路、
　（２）信号出力回路、
　（３）第１の方向にＮ個、第１の方向とは異なる第２の方向にＭ個、合計Ｎ×Ｍ個の、
２次元マトリクス状に配列され、それぞれが有機エレクトロルミネッセンス発光部、及び
、有機エレクトロルミネッセンス発光部を駆動するための駆動回路を備えている有機エレ
クトロルミネッセンス表示素子、
　（４）走査回路に接続され、第１の方向に延びるＭ本の走査線、
　（５）信号出力回路に接続され、第２の方向に延びるＮ本のデータ線、並びに、
　（６）電源部、
を備え、
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　前記駆動回路は、書込みトランジスタ、駆動トランジスタ、及び、容量部から構成され
ており、
　駆動トランジスタにおいては、
　（Ａ－１）一方のソース／ドレイン領域は、電源部に接続されており、
　（Ａ－２）他方のソース／ドレイン領域は、有機エレクトロルミネッセンス発光部に備
えられたアノード電極に接続され、且つ、容量部の一方の電極に接続されており、第２ノ
ードを構成し、
　（Ａ－３）ゲート電極は、書込みトランジスタの他方のソース／ドレイン領域に接続さ
れ、且つ、容量部の他方の電極に接続されており、第１ノードを構成し、
　書込みトランジスタにおいては、
　（Ｂ－１）一方のソース／ドレイン領域は、データ線に接続されており、
　（Ｂ－２）ゲート電極は、走査線に接続されている、
有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法であって、
　第１行目乃至第Ｍ行目の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は線順次走査され、各
行の有機エレクトロルミネッセンス表示素子を走査するために割り当てられた期間を水平
走査期間と表すとき、各水平走査期間にあっては、信号出力回路から第１ノード初期化電
圧をデータ線に印加する初期化期間と、次いで、信号出力回路から映像信号をデータ線に
印加する映像信号期間とが存在する、
有機エレクトロルミネッセンス表示装置を用いた駆動方法に関する。
【００２４】
　そして、上記の目的を達成するための本発明の第１の態様に係る有機エレクトロルミネ
ッセンス表示装置の駆動方法は、
　第ｍ行目（但し、ｍ＝１，２，３・・・，Ｍ）の有機エレクトロルミネッセンス表示素
子に対応する映像信号期間を含む水平走査期間を水平走査期間Ｈmと表し、水平走査期間
Ｈmに対しＰ個（但し、Ｐは、１＜Ｐ＜Ｍの関係を満たし、有機エレクトロルミネッセン
ス表示装置において所定の値）の水平走査期間分先行する水平走査期間を水平走査期間Ｈ

m_pre_Pと表すとき、
　第ｍ行、第ｎ列目（但し、ｎ＝１，２，３・・・，Ｎ）の有機エレクトロルミネッセン
ス表示素子において、
　（ａ）水平走査期間Ｈm_pre_Pの終期より前に位置する初期化期間に、走査回路の動作
に基づいてオン状態とされた書込みトランジスタを介してデータ線から第１ノードに第１
ノード初期化電圧を印加して第１ノードの電位を初期化し、電源部から駆動トランジスタ
の一方のソース／ドレイン領域に第２ノード初期化電圧を印加して第２ノードの電位を初
期化し、以て、第１ノードと第２ノードとの間の電位差が駆動トランジスタの閾値電圧を
超え、且つ、第２ノードと有機エレクトロルミネッセンス発光部に備えられたカソード電
極との間の電位差が有機エレクトロルミネッセンス発光部の閾値電圧を超えないように、
第１ノードの電位及び第２ノードの電位を初期化する前処理を行い、次いで、
　（ｂ）電源部の電圧を第２ノード初期化電圧から駆動電圧に切り替え、電源部から駆動
トランジスタの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧を印加した状態を維持し、
　（ｃ）走査回路の動作に基づいて書込みトランジスタを初期化期間においてオン状態と
し、オン状態とされた書込みトランジスタを介してデータ線から第１ノードに第１ノード
初期化電圧を印加した状態で駆動電圧を電源部から駆動トランジスタの一方のソース／ド
レイン領域に印加し、以て、水平走査期間Ｈm_pre_Pにおける初期化期間において第１ノ
ード初期化電圧から駆動トランジスタの閾値電圧を減じた電位に達するまで第２ノードの
電位を変化させて駆動トランジスタをオフ状態とする閾値電圧キャンセル処理を行い、次
いで、
　（ｄ）走査回路の動作に基づいて書込みトランジスタをオフ状態とすることにより第１
ノードを浮遊状態とすると共に、駆動トランジスタのオフ状態を維持し、
　（ｅ）走査回路の動作に基づいてオン状態とされた書込みトランジスタを介して、水平
走査期間Ｈmにおける映像信号期間に、データ線から映像信号を第１ノードに印加する書
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込み処理を行い、次いで、
　（ｆ）走査回路の動作に基づいて書込みトランジスタをオフ状態とすることにより第１
ノードを浮遊状態とし、電源部から駆動トランジスタを介して、第１ノードと第２ノード
との間の電位差の値に応じた電流を有機エレクトロルミネッセンス発光部に流す、
有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法である。
【００２５】
　また、上記の目的を達成するための本発明の第２の態様に係る有機エレクトロルミネッ
センス表示装置の駆動方法にあっては、
　駆動回路は、更に、第１トランジスタを備えており、
　第１トランジスタにおいては、
　（Ｃ－１）他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　（Ｃ－２）一方のソース／ドレイン領域には、第２ノードの電位を初期化するための第
２ノード初期化電圧が印加され、
　（Ｃ－３）ゲート電極は、第１トランジスタ制御線に接続されており、
　第ｍ行目（但し、ｍ＝１，２，３・・・，Ｍ）の有機エレクトロルミネッセンス表示素
子に対応する映像信号期間を含む水平走査期間を水平走査期間Ｈmと表し、水平走査期間
Ｈmに対しＰ個（但し、Ｐは、１＜Ｐ＜Ｍの関係を満たし、有機エレクトロルミネッセン
ス表示装置において所定の値）の水平走査期間分先行する水平走査期間を水平走査期間Ｈ

m_pre_Pと表すとき、
　第ｍ行、第ｎ列目（但し、ｎ＝１，２，３・・・，Ｎ）の有機エレクトロルミネッセン
ス表示素子において、
　（ａ）水平走査期間Ｈm_pre_Pの終期より前に位置する初期化期間に、走査回路の動作
に基づいてオン状態とされた書込みトランジスタを介してデータ線から第１ノードに第１
ノード初期化電圧を印加して第１ノードの電位を初期化し、第１トランジスタ制御線から
の信号によりオン状態とされた第１トランジスタを介して第２ノードに第２ノード初期化
電圧を印加して第２ノードの電位を初期化し、以て、第１ノードと第２ノードとの間の電
位差が駆動トランジスタの閾値電圧を超え、且つ、第２ノードと有機エレクトロルミネッ
センス発光部に備えられたカソード電極との間の電位差が有機エレクトロルミネッセンス
発光部の閾値電圧を超えないように、第１ノードの電位及び第２ノードの電位を初期化す
る前処理を行い、次いで、
　（ｂ）第１トランジスタ制御線からの信号により第１トランジスタをオン状態からオフ
状態とし、
　（ｃ）走査回路の動作に基づいて書込みトランジスタを初期化期間においてオン状態と
し、オン状態とされた書込みトランジスタを介してデータ線から第１ノードに第１ノード
初期化電圧を印加した状態で駆動電圧を電源部から駆動トランジスタの一方のソース／ド
レイン領域に印加し、以て、水平走査期間Ｈm_pre_Pにおける初期化期間において第１ノ
ード初期化電圧から駆動トランジスタの閾値電圧を減じた電位に達するまで第２ノードの
電位を変化させて駆動トランジスタをオフ状態とする閾値電圧キャンセル処理を行い、次
いで、
　（ｄ）走査回路の動作に基づいて書込みトランジスタをオフ状態とすることにより第１
ノードを浮遊状態とすると共に、駆動トランジスタのオフ状態を維持し、
　（ｅ）走査回路の動作に基づいてオン状態とされた書込みトランジスタを介して、水平
走査期間Ｈmにおける映像信号期間に、データ線から映像信号を第１ノードに印加する書
込み処理を行い、次いで、
　（ｆ）走査回路の動作に基づいて書込みトランジスタをオフ状態とすることにより第１
ノードを浮遊状態とし、電源部から駆動トランジスタを介して、第１ノードと第２ノード
との間の電位差の値に応じた電流を有機エレクトロルミネッセンス発光部に流す、
有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法である。
【発明の効果】
【００２６】
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　本発明の第１の態様及び第２の態様に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆
動方法にあっては、工程（ａ）乃至工程（ｆ）までの一連の工程をくり返して行うことに
より画像が表示される。基本的には、工程（ａ）における水平走査期間Ｈm_pre_Pの終期
より前に位置する初期化期間から、水平走査期間Ｈmの終期までが非発光状態の期間（以
下、単に、非発光期間と呼ぶ場合がある）となる。発光部ＥＬＰのアノード電極に第２ノ
ード初期化電圧が印加される期間は、前処理を行う初期化期間の始期付近に限られる。ま
た、非発光期間の大部分においては、発光部ＥＬＰのアノード電極には、第１ノード初期
化電圧から駆動トランジスタの閾値電圧を減じた値の電圧が印加されるに過ぎない。従っ
て、非発光期間において絶対値が大きい逆方向電圧が印加される期間が占める割合を小さ
くすることができ、また、非発光期間の大部分において発光部ＥＬＰに印加される逆方向
電圧の絶対値を小さくすることができる。これにより、発光部ＥＬＰの劣化を軽減するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して、実施例に基づき本発明を説明する。尚、説明は以下の順序で行
う。
　１．本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法についてのより詳しい
説明
　２．各実施例において用いられる有機エレクトロルミネッセンス表示装置の概要の説明
　３．実施例１　（２Ｔｒ／１Ｃ駆動回路の態様）
　４．実施例２　（２Ｔｒ／１Ｃ駆動回路の態様）
　５．実施例３　（２Ｔｒ／１Ｃ駆動回路の態様）
　６．実施例４　（２Ｔｒ／１Ｃ駆動回路の態様）
　７．実施例５　（３Ｔｒ／１Ｃ駆動回路の態様）
　８．実施例６　（３Ｔｒ／１Ｃ駆動回路の態様）
　９．実施例７　（３Ｔｒ／１Ｃ駆動回路の態様）
１０．実施例８　（３Ｔｒ／１Ｃ駆動回路の態様）
１１．実施例９　（４Ｔｒ／１Ｃ駆動回路の態様）
１２．実施例１０（４Ｔｒ／１Ｃ駆動回路の態様）
【００２８】
〈本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法についてのより詳しい説明
〉
　上述した本発明の第１の態様に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法
にあっては、前記工程（ｄ）と前記工程（ｅ）との間に、
　（ｇ）初期化期間に、走査回路の動作に基づいてオン状態とされた書込みトランジスタ
を介してデータ線から第１ノードに第１ノード初期化電圧を印加して第１ノードの電位を
初期化し、電源部から駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域に第２ノード初期
化電圧を印加して第２ノードの電位を初期化し、以て、第１ノードと第２ノードとの間の
電位差が駆動トランジスタの閾値電圧を超え、且つ、第２ノードと有機エレクトロルミネ
ッセンス発光部に備えられたカソード電極との間の電位差が有機エレクトロルミネッセン
ス発光部の閾値電圧を超えないように、第１ノードの電位及び第２ノードの電位を初期化
する第２の前処理を行い、次いで、
　（ｈ）電源部の電圧を第２ノード初期化電圧から駆動電圧に切り替え、電源部から駆動
トランジスタの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧を印加した状態を維持し、
　（ｉ）走査回路の動作に基づいて書込みトランジスタを初期化期間においてオン状態と
し、オン状態とされた書込みトランジスタを介してデータ線から第１ノードに第１ノード
初期化電圧を印加した状態で駆動電圧を電源部から駆動トランジスタの一方のソース／ド
レイン領域に印加し、以て、水平走査期間Ｈmの終期より前に位置する初期化期間におい
て第１ノード初期化電圧から駆動トランジスタの閾値電圧を減じた電位に達するまで第２
ノードの電位を変化させて駆動トランジスタをオフ状態とする第２の閾値電圧キャンセル
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処理を行う、
構成とすることができる。
【００２９】
　上述した本発明の第２の態様に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法
にあっては、前記工程（ｄ）と前記工程（ｅ）との間に、
　（ｇ）初期化期間に、走査回路の動作に基づいてオン状態とされた書込みトランジスタ
を介してデータ線から第１ノードに第１ノード初期化電圧を印加して第１ノードの電位を
初期化し、第１トランジスタ制御線からの信号によりオン状態とされた第１トランジスタ
を介して第２ノードに第２ノード初期化電圧を印加して第２ノードの電位を初期化し、以
て、第１ノードと第２ノードとの間の電位差が駆動トランジスタの閾値電圧を超え、且つ
、第２ノードと有機エレクトロルミネッセンス発光部に備えられたカソード電極との間の
電位差が有機エレクトロルミネッセンス発光部の閾値電圧を超えないように、第１ノード
の電位及び第２ノードの電位を初期化する第２の前処理を行い、次いで、
　（ｈ）第１トランジスタ制御線からの信号により第１トランジスタをオン状態からオフ
状態とし、
　（ｉ）走査回路の動作に基づいて書込みトランジスタを初期化期間においてオン状態と
し、オン状態とされた書込みトランジスタを介してデータ線から第１ノードに第１ノード
初期化電圧を印加した状態で駆動電圧を電源部から駆動トランジスタの一方のソース／ド
レイン領域に印加し、以て、水平走査期間Ｈmの終期より前に位置する初期化期間におい
て第１ノード初期化電圧から駆動トランジスタの閾値電圧を減じた電位に達するまで第２
ノードの電位を変化させて駆動トランジスタをオフ状態とする第２の閾値電圧キャンセル
処理を行う、
構成とすることができる。
【００３０】
　上述した本発明の第１の態様及び第２の態様に係る有機エレクトロルミネッセンス表示
装置の駆動方法にあっては、基本的には、水平走査期間Ｈmにおける初期化期間において
工程（ｉ）を行う構成とすることが好ましいが、これに限るものではない。水平走査期間
Ｈmよりも先行する水平走査期間における初期化期間において工程（ｉ）を行う構成であ
ってもよい。
【００３１】
　上述した好ましい構成を含む本発明の第１の態様及び第２の態様に係る有機エレクトロ
ルミネッセンス表示装置の駆動方法にあっては、初期化期間において、信号出力回路は、
第１ノード初期化電圧として第１初期化電圧をデータ線に印加し、次いで、第１初期化電
圧に替えて、第１初期化電圧より低い第２初期化電圧を第１ノード初期化電圧としてデー
タ線に印加する構成とすることができる。
【００３２】
　上述した各種の好ましい構成を含む本発明の第１の態様及び第２の態様に係る有機エレ
クトロルミネッセンス表示装置の駆動方法にあっては、前期工程（ａ）を水平走査期間Ｈ

m_pre_Pにおける初期化期間に行う構成とすることができる。あるいは又、前期工程（ａ
）を水平走査期間Ｈm_pre_Pよりも前の水平走査期間における初期化期間に行う構成とす
ることもできる。いずれの構成とするかは、有機エレクトロルミネッセンス表示装置の設
計に応じて適宜設定すればよい。具体的には、１水平走査期間における初期化期間のみで
上述した工程（ｃ）、即ち、閾値電圧キャンセル処理を完了することができる場合には、
前者の構成とすればよい。それ以外の場合には、後者の構成とすればよい。後者の構成に
あっては、例えば、初期化期間において書込みトランジスタがオン状態となり、且つ、映
像信号期間において書込みトランジスタがオフ状態となるように、水平走査期間Ｈm_pre_

Pの終期まで走査回路の動作に基づいて書込みトランジスタのオン状態とオフ状態を制御
することにより、支障なく閾値電圧キャンセル処理を行うことができる。
【００３３】
　尚、上述した本発明の第１の態様及び第２の態様に係る有機エレクトロルミネッセンス
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表示装置の駆動方法における工程（ｇ）及び工程（ｉ）においても、基本的には上述した
と同様である。例えば、水平走査期間Ｈmにおける初期化期間において工程（ｉ）を行う
構成であって、１水平走査期間における初期化期間のみで上述した工程（ｇ）、即ち、第
２の閾値電圧キャンセル処理を充分完了することができる場合には、工程（ｇ）を水平走
査期間Ｈmにおける初期化期間に行う構成とすることができる。それ以外の場合は、工程
（ｇ）を水平走査期間Ｈmよりも前の水平走査期間における初期化期間に行えばよい。
【００３４】
　上述した各種の好ましい構成を含む本発明の第２の態様に係る有機エレクトロルミネッ
センス表示装置の駆動方法にあっては、駆動回路は、更に、第２トランジスタを備えてお
り、電源部と駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域とは、第２トランジスタを
介して接続されており、第１トランジスタがオン状態であるとき、第２トランジスタをオ
フ状態とする構成とすることができる。この場合において、第２トランジスタは、第１ト
ランジスタとは異なる導電型のトランジスタから構成されており、第２トランジスタのゲ
ート電極は、第１トランジスタ制御線に接続されている構成とすることができる。上述し
た構成によれば、オン状態とされた第１トランジスタを介して第２ノードに第２ノード初
期化電圧を印加する際に、電源部から第１トランジスタに電流が流れることを防ぐことが
できるので、消費電力を低減することができる。
【００３５】
　以上に説明した各種の好ましい構成を含む本発明の第１の態様及び第２の態様に係る有
機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法（以下、これらを単に、本発明の駆動方
法あるいは本発明と呼ぶ場合がある）にあっては、工程（ｅ）において、駆動トランジス
タの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧を印加した状態で、データ線から映像信号が
印加される。これにより、書込み処理と同時に、駆動トランジスタの特性に応じて第２ノ
ードの電位を上昇させる移動度補正処理が行われる。移動度補正処理の詳細については後
述する。
【００３６】
　本発明に用いられる有機エレクトロルミネッセンス表示装置（以下、単に、有機ＥＬ表
示装置と呼ぶ場合がある）にあっては、所謂モノクロ表示の構成であってもよいし、カラ
ー表示の構成であってもよい。例えば、１つの画素は複数の副画素から構成されている構
成、具体的には、１つの画素は、赤色発光副画素、緑色発光副画素、青色発光副画素の３
つの副画素から構成されている、カラー表示の構成とすることができる。更には、これら
の３種の副画素に更に１種類あるいは複数種類の副画素を加えた１組（例えば、輝度向上
のために白色光を発光する副画素を加えた１組、色再現範囲を拡大するために補色を発光
する副画素を加えた１組、色再現範囲を拡大するためにイエローを発光する副画素を加え
た１組、色再現範囲を拡大するためにイエロー及びシアンを発光する副画素を加えた１組
）から構成することもできる。
【００３７】
　有機ＥＬ表示装置の画素（ピクセル）の値として、ＶＧＡ（６４０，４８０）、Ｓ－Ｖ
ＧＡ（８００，６００）、ＸＧＡ（１０２４，７６８）、ＡＰＲＣ（１１５２，９００）
、Ｓ－ＸＧＡ（１２８０，１０２４）、Ｕ－ＸＧＡ（１６００，１２００）、ＨＤ－ＴＶ
（１９２０，１０８０）、Ｑ－ＸＧＡ（２０４８，１５３６）の他、（１９２０，１０３
５）、（７２０，４８０）、（１２８０，９６０）等、画像表示用解像度の幾つかを例示
することができるが、これらの値に限定するものではない。
【００３８】
　有機ＥＬ表示装置にあっては、走査回路、信号出力回路等の各種の回路、走査線、デー
タ線等の各種の配線、電源部、有機エレクトロルミネッセンス発光部（以下、単に、発光
部と呼ぶ場合がある）の構成、構造は、周知の構成、構造とすることができる。具体的に
は、発光部は、例えば、アノード電極、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、カソード電極
等から構成することができる。
【００３９】
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　駆動回路を構成するトランジスタとして、ｎチャネル型の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
を挙げることができる。駆動回路を構成するトランジスタは、エンハンスメント型であっ
てもよいし、デプレッション型であってもよい。ｎチャネル型のトランジスタにあっては
ＬＤＤ構造（Lightly Doped Drain構造）が形成されていてもよい。場合によっては、Ｌ
ＤＤ構造は非対称に形成されていてもよい。例えば、駆動トランジスタに大きな電流が流
れるのは有機エレクトロルミネッセンス表示素子（以下、単に、有機ＥＬ表示素子と呼ぶ
場合がある）の発光時であるので、発光時においてドレイン領域側となる一方のソース／
ドレイン領域側にのみＬＤＤ構造を形成した構成とすることもできる。尚、例えば、書込
みトランジスタ等にｐチャネル型の薄膜トランジスタを用いてもよい。
【００４０】
　駆動回路を構成する容量部は、一方の電極、他方の電極、及び、これらの電極に挟まれ
た誘電体層（絶縁層）から構成することができる。駆動回路を構成する上述したトランジ
スタ及び容量部は、或る平面内に形成され（例えば、支持体上に形成され）、発光部は、
例えば、層間絶縁層を介して、駆動回路を構成するトランジスタ及び容量部の上方に形成
されている。また、駆動トランジスタの他方のソース／ドレイン領域は、発光部に備えら
れたアノード電極に、例えば、コンタクトホールを介して接続されている。尚、半導体基
板等にトランジスタを形成した構成であってもよい。
【００４１】
　以下、図面を参照して、実施例に基づき本発明を説明するが、それに先立ち、各実施例
において用いられる有機ＥＬ表示装置の概要を説明する。
【００４２】
〈各実施例において用いられる有機ＥＬ表示装置の概要〉
　各実施例での使用に適した有機ＥＬ表示装置は、複数の画素を備えた有機ＥＬ表示装置
である。１つの画素は複数の副画素（各実施例にあっては、３つの副画素である赤色発光
副画素、緑色発光副画素、青色発光副画素）から構成されている。各副画素は、駆動回路
１１と、この駆動回路１１に接続された発光部（発光部ＥＬＰ）とが積層された構造を有
する有機ＥＬ表示素子１０から構成されている。
【００４３】
　実施例１、実施例２、実施例３及び実施例４に係る有機ＥＬ表示装置の概念図を図１に
示す。実施例５、実施例６、実施例７及び実施例８、並びに、実施例１０に係る有機ＥＬ
表示装置の概念図を図１６に示し、実施例９に係る有機ＥＬ表示装置の概念図を図２７に
示す。
【００４４】
　図２には、２トランジスタ／１容量部から基本的に構成された駆動回路（２Ｔｒ／１Ｃ
駆動回路と呼ぶ場合がある）を示す。図１７には、３トランジスタ／１容量部から基本的
に構成された駆動回路（３Ｔｒ／１Ｃ駆動回路と呼ぶ場合がある）を示す。図２８及び図
３０には、４トランジスタ／１容量部から基本的に構成された駆動回路（４Ｔｒ／１Ｃ駆
動回路と呼ぶ場合がある）を示す。
【００４５】
　ここで、各実施例における有機ＥＬ表示装置は、
　（１）走査回路１０１、
　（２）信号出力回路１０２、
　（３）第１の方向にＮ個、第１の方向とは異なる第２の方向にＭ個、合計Ｎ×Ｍ個の、
２次元マトリクス状に配列され、それぞれが発光部ＥＬＰ、及び、発光部ＥＬＰを駆動す
るための駆動回路１１を備えている有機ＥＬ表示素子１０、
　（４）走査回路１０１に接続され、第１の方向に延びるＭ本の走査線ＳＣＬ、
　（５）信号出力回路１０２に接続され、第２の方向に延びるＮ本のデータ線ＤＴＬ、並
びに、
　（６）電源部１００、
を備えている。図１、図１６及び図２７においては、３×３個の有機ＥＬ表示素子１０を
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図示しているが、これは、あくまでも例示に過ぎない。尚、便宜のため、図１、図１６及
び図２７においては、図２等に示す給電線ＰＳ２の図示を省略した。
【００４６】
　発光部ＥＬＰは、例えば、アノード電極、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、カソード
電極等から成る周知の構成、構造を有する。走査回路１０１、信号出力回路１０２、走査
線ＳＣＬ、データ線ＤＴＬ、電源部１００の構成、構造は、周知の構成、構造とすること
ができる。
【００４７】
　駆動回路１１の最小構成要素を説明する。駆動回路１１は、少なくとも、駆動トランジ
スタＴＲD、書込みトランジスタＴＲW、及び、一対の電極を備えた容量部Ｃ1から構成さ
れている。駆動トランジスタＴＲDは、ソース／ドレイン領域、チャネル形成領域、及び
、ゲート電極を備えた、ｎチャネル型のＴＦＴから成る。また、書込みトランジスタＴＲ

Wも、ソース／ドレイン領域、チャネル形成領域、及び、ゲート電極を備えた、ｎチャネ
ル型のＴＦＴから成る。尚、書込みトランジスタＴＲWがｐチャネル型のＴＦＴから成る
構成であってもよい。
【００４８】
　ここで、駆動トランジスタＴＲDにおいては、
　（Ａ－１）一方のソース／ドレイン領域は、電源部１００に接続されており、
　（Ａ－２）他方のソース／ドレイン領域は、発光部ＥＬＰに備えられたアノード電極に
接続され、且つ、容量部Ｃ1の一方の電極に接続されており、第２ノードＮＤ2を構成し、
　（Ａ－３）ゲート電極は、書込みトランジスタＴＲWの他方のソース／ドレイン領域に
接続され、且つ、容量部Ｃ1の他方の電極に接続されており、第１ノードＮＤ1を構成する
。
【００４９】
　また、書込みトランジスタＴＲWにおいては、
　（Ｂ－１）一方のソース／ドレイン領域は、データ線ＤＴＬに接続されており、
　（Ｂ－２）ゲート電極は、走査線ＳＣＬに接続されている。
【００５０】
　図３に有機ＥＬ表示装置の一部分の模式的な一部断面図を示す。駆動回路１１を構成す
るトランジスタＴＲD，ＴＲW及び容量部Ｃ1は支持体２０上に形成され、発光部ＥＬＰは
、例えば、層間絶縁層４０を介して、駆動回路１１を構成するトランジスタＴＲD，ＴＲW

及び容量部Ｃ1の上方に形成されている。また、駆動トランジスタＴＲDの他方のソース／
ドレイン領域は、発光部ＥＬＰに備えられたアノード電極に、コンタクトホールを介して
接続されている。尚、図３においては、駆動トランジスタＴＲDのみを図示する。その他
のトランジスタは隠れて見えない。
【００５１】
　より具体的には、駆動トランジスタＴＲDは、ゲート電極３１、ゲート絶縁層３２、半
導体層３３に設けられたソース／ドレイン領域３５，３５、及び、ソース／ドレイン領域
３５，３５の間の半導体層３３の部分が該当するチャネル形成領域３４から構成されてい
る。一方、容量部Ｃ1は、他方の電極３６、ゲート絶縁層３２の延在部から構成された誘
電体層、及び、一方の電極３７（第２ノードＮＤ2に相当する）から成る。ゲート電極３
１、ゲート絶縁層３２の一部、及び、容量部Ｃ1を構成する他方の電極３６は、支持体２
０上に形成されている。駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域３５は配
線３８に接続され、他方のソース／ドレイン領域３５は一方の電極３７に接続されている
。駆動トランジスタＴＲD及び容量部Ｃ1等は、層間絶縁層４０で覆われており、層間絶縁
層４０上に、アノード電極５１、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、及び、カソード電極
５３から成る発光部ＥＬＰが設けられている。尚、図面においては、正孔輸送層、発光層
、及び、電子輸送層を１層５２で表した。発光部ＥＬＰが設けられていない層間絶縁層４
０の部分の上には、第２層間絶縁層５４が設けられ、第２層間絶縁層５４及びカソード電
極５３上には透明な基板２１が配置されており、発光層にて発光した光は、基板２１を通
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過して、外部に出射される。尚、一方の電極３７（第２ノードＮＤ2）とアノード電極５
１とは、層間絶縁層４０に設けられたコンタクトホールによって接続されている。また、
カソード電極５３は、第２層間絶縁層５４、層間絶縁層４０に設けられたコンタクトホー
ル５６，５５を介して、ゲート絶縁層３２の延在部上に設けられた配線３９に接続されて
いる。
【００５２】
　図３等に示す有機ＥＬ表示装置の製造方法を説明する。先ず、支持体２０上に、走査線
ＳＣＬ等の各種配線、容量部Ｃ1を構成する電極、半導体層から成るトランジスタ、層間
絶縁層、コンタクトホール等を、周知の方法により適宜形成する。次いで、周知の方法に
より成膜及びパターニングを行い、マトリクス状に配列された発光部ＥＬＰを形成する。
そして、上記工程を経た支持体２０と基板２１を対向させ周囲を封止した後、例えば外部
の回路との結線を行い、有機ＥＬ表示装置を得ることができる。
【００５３】
　各実施例における有機ＥＬ表示装置は、複数の有機ＥＬ表示素子１０（例えば、Ｎ×Ｍ
＝１９２０×４８０）を備えている、カラー表示の表示装置である。各有機ＥＬ表示素子
１０は副画素を構成すると共に、複数の副画素から成る群によって１画素を構成し、第１
の方向、及び、第１の方向とは異なる第２の方向に、２次元マトリクス状に画素が配列さ
れている。１画素は、走査線ＳＣＬの延びる方向に並んだ、赤色を発光する赤色発光副画
素、緑色を発光する緑色発光副画素、及び、青色を発光する青色発光副画素の３種類の副
画素から構成されている。
【００５４】
　有機ＥＬ表示装置は、（Ｎ／３）×Ｍ個の２次元マトリクス状に配列された画素から構
成されている。各画素を構成する有機ＥＬ表示素子１０は線順次走査され、表示フレーム
レートをＦＲ（回／秒）とする。即ち、第ｍ行目に配列された（Ｎ／３）個の画素（Ｎ個
の副画素）のそれぞれを構成する有機ＥＬ表示素子１０が同時に駆動される。換言すれば
、１つの行を構成する各有機ＥＬ表示素子１０にあっては、その発光／非発光のタイミン
グは、それらが属する行単位で制御される。尚、１つの行を構成する各画素について映像
信号を書き込む処理は、全ての画素について同時に映像信号を書き込む処理（以下、単に
、同時書込み処理と呼ぶ場合がある）であってもよいし、各画素毎に順次映像信号を書き
込む処理（以下、単に、順次書込み処理と呼ぶ場合がある）であってもよい。いずれの書
込み処理とするかは、有機ＥＬ表示装置の構成に応じて適宜選択すればよい。
【００５５】
　後述する各実施例においては、説明の便宜のため、第（ｍ－１）行目の有機ＥＬ表示素
子１０が走査され、次いで、第ｍ行目の有機ＥＬ表示素子１０が走査されるとして説明す
る。第ｍ行目の有機ＥＬ表示素子１０に対応する水平走査期間Ｈmに対しＰ個の水平走査
期間分先行する水平走査期間とは、第（ｍ－Ｐ）行目の有機ＥＬ表示素子１０が走査され
る水平走査期間である。従って、各実施例にあっては、第ｍ行目の有機ＥＬ表示素子１０
に対応する映像信号期間を含む水平走査期間Ｈmは、換言すれば、第ｍ番目の水平走査期
間である。また、水平走査期間Ｈmに対しＰ個の水平走査期間分先行する水平走査期間を
水平走査期間Ｈm_pre_Pと表すとき、水平走査期間Ｈm_pre_Pとは、第（ｍ－Ｐ）番目の水
平走査期間Ｈm-Pであるといった関係にある。
【００５６】
　後述する各実施例において、第ｍ行、第ｎ列目に位置する有機ＥＬ表示素子１０に関す
る駆動、動作を説明するが、係る有機ＥＬ表示素子１０を、以下、第（ｎ，ｍ）番目の有
機ＥＬ表示素子１０あるいは第（ｎ，ｍ）番目の副画素と呼ぶ。そして、第ｍ行目に配列
された各有機ＥＬ表示素子１０の水平走査期間、即ち、第ｍ番目の水平走査期間Ｈmが終
了するまでに、各種の処理（後述する閾値電圧キャンセル処理、書込み処理、移動度補正
処理）が行われる。
【００５７】
　そして、上述した各種の処理が全て終了した後、第ｍ行目に配列された各有機ＥＬ表示
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素子１０を構成する発光部を発光させる。例えば、工程（ａ）を水平走査期間Ｈm_pre_P

における初期化期間に行う構成にあっては、第ｍ行目に配列された各有機ＥＬ表示素子１
０を構成する発光部の発光状態は、次の水平走査期間Ｈm_pre_Pにおける初期化期間の開
始直前まで継続される。「Ｐ」の値は、有機ＥＬ表示装置の設計仕様に応じて適宜決定す
ればよい。例えば、工程（ａ）を水平走査期間Ｈm_pre_Pにおける初期化期間に行う構成
にあっては、或る表示フレームの第ｍ行目に配列された各有機ＥＬ表示素子１０を構成す
る発光部の発光は、次の第（ｍ－Ｐ）番目の水平走査期間における初期化期間の始期直前
まで継続される。一方、第（ｍ－Ｐ）番目の水平走査期間における初期化期間から第ｍ番
目の水平走査期間の終期まで、発光部ＥＬＰの非発光状態を維持し非発光期間とすること
により、アクティブマトリクス駆動に伴う残像ボケが低減され、動画品位をより優れたも
のとすることができる。１表示フレーム期間の時間長は、（１／ＦＲ）であり、水平走査
期間の時間長は、（１／ＦＲ）×（１／Ｍ）秒未満の時間長である。尚、（ｍ－Ｐ）等の
値が負値となる場合には、負値となる分の水平走査期間は、動作に応じて、前の表示フレ
ームあるいは後の表示フレームにおいて適宜処理すればよい。
【００５８】
　１つのトランジスタの有する２つのソース／ドレイン領域において、「一方のソース／
ドレイン領域」という用語を、電源部に接続された側のソース／ドレイン領域といった意
味において使用する場合がある。また、トランジスタがオン状態にあるとは、ソース／ド
レイン領域間にチャネルが形成されている状態を意味する。係るトランジスタの一方のソ
ース／ドレイン領域から他方のソース／ドレイン領域に電流が流れているか否かは問わな
い。一方、トランジスタがオフ状態にあるとは、ソース／ドレイン領域間にチャネルが形
成されていない状態を意味する。また、或るトランジスタのソース／ドレイン領域が他の
トランジスタのソース／ドレイン領域に接続されているとは、或るトランジスタのソース
／ドレイン領域と他のトランジスタのソース／ドレイン領域とが同じ領域を占めている形
態を包含する。更には、ソース／ドレイン領域は、不純物を含有したポリシリコンやアモ
ルファスシリコン等の導電性物質から構成することができるだけでなく、金属、合金、導
電性粒子、これらの積層構造、有機材料（導電性高分子）から成る層から構成することが
できる。また、以下の説明で用いるタイミングチャートにおいて、各期間を示す横軸の長
さ（時間長）は模式的なものであり、各期間の時間長の割合を示すものではない。縦軸に
おいても同様である。また、タイミングチャートにおける波形の形状も模式的なものであ
る。
【００５９】
　以下、実施例に基づき、有機ＥＬ表示装置の駆動方法を説明する。
【実施例１】
【００６０】
　実施例１は、本発明の第１の態様に係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法に関する。実施例
１にあっては、駆動回路１１は２トランジスタ／１容量部から構成されている。駆動回路
１１を含む有機ＥＬ表示素子１０の等価回路図を図２に示す。
【００６１】
　先ず、駆動回路や発光部の詳細について説明する。
【００６２】
　この駆動回路１１は、書込みトランジスタＴＲW、駆動トランジスタＴＲDの２つのトラ
ンジスタから構成され、更には、１つの容量部Ｃ1から構成されている（２Ｔｒ／１Ｃ駆
動回路）。
【００６３】
　　［駆動トランジスタＴＲD］
　駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域は、給電線ＰＳ１を介して、電
源部１００に接続されている。一方、駆動トランジスタＴＲDの他方のソース／ドレイン
領域は、
［１］発光部ＥＬＰのアノード電極、及び、
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［２］容量部Ｃ1の一方の電極、
に接続されており、第２ノードＮＤ2を構成する。また、駆動トランジスタＴＲDのゲート
電極は、
［１］書込みトランジスタＴＲWの他方のソース／ドレイン領域、及び、
［２］容量部Ｃ1の他方の電極、
に接続されており、第１ノードＮＤ1を構成する。尚、電源部１００からは、後述するよ
うに、電圧ＶCC-H、及び、電圧ＶCC-Lが供給される。
【００６４】
　ここで、駆動トランジスタＴＲDは、有機ＥＬ表示素子１０の発光状態においては、以
下の式（１）に従ってドレイン電流Ｉdsを流すように駆動される。有機ＥＬ表示素子１０
の発光状態においては、駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域はドレイ
ン領域として働き、他方のソース／ドレイン領域はソース領域として働く。説明の便宜の
ため、以下の説明において、駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域を単
にドレイン領域と呼び、他方のソース／ドレイン領域を単にソース領域と呼ぶ場合がある
。尚、
μ　：実効的な移動度
Ｌ　：チャネル長
Ｗ　：チャネル幅
Ｖgs：ゲート電極とソース領域との間の電位差
Ｖth：閾値電圧
Ｃox：（ゲート絶縁層の比誘電率）×（真空の誘電率）／（ゲート絶縁層の厚さ）
ｋ≡（１／２）・（Ｗ／Ｌ）・Ｃox

とする。
【００６５】
Ｉds＝ｋ・μ・（Ｖgs－Ｖth）

2　　（１）
【００６６】
　このドレイン電流Ｉdsが有機ＥＬ表示素子１０の発光部ＥＬＰを流れることで、有機Ｅ
Ｌ表示素子１０の発光部ＥＬＰが発光する。更には、このドレイン電流Ｉdsの値の大小に
よって、有機ＥＬ表示素子１０の発光部ＥＬＰにおける発光状態（輝度）が制御される。
【００６７】
　　［書込みトランジスタＴＲW］
　書込みトランジスタＴＲWの他方のソース／ドレイン領域は、上述のとおり、駆動トラ
ンジスタＴＲDのゲート電極に接続されている。一方、書込みトランジスタＴＲWの一方の
ソース／ドレイン領域は、データ線ＤＴＬに接続されている。そして、信号出力回路１０
２からデータ線ＤＴＬを介して、発光部ＥＬＰにおける輝度を制御するための映像信号（
駆動信号、輝度信号）ＶSigや、後述する第１ノード初期化電圧が、一方のソース／ドレ
イン領域に供給される。尚、データ線ＤＴＬを介して、他の種々の信号・電圧（例えば、
プリチャージ駆動のための信号や各種の基準電圧等）が、一方のソース／ドレイン領域に
供給されてもよい。また、書込みトランジスタＴＲWのオン／オフ動作は、書込みトラン
ジスタＴＲWのゲート電極に接続された走査線ＳＣＬからの信号、具体的には、走査回路
１０１からの信号によって制御される。
【００６８】
　　［発光部ＥＬＰ］
　発光部ＥＬＰのアノード電極は、上述のとおり、駆動トランジスタＴＲDのソース領域
に接続されている。一方、発光部ＥＬＰのカソード電極は、電圧ＶCatが印加される給電
線ＰＳ２に接続されている。発光部ＥＬＰの寄生容量を符号ＣELで表す。また、発光部Ｅ
ＬＰの発光に必要とされる閾値電圧をＶth-ELとする。即ち、発光部ＥＬＰのアノード電
極とカソード電極との間にＶth-EL以上の電圧が印加されると、発光部ＥＬＰは発光する
。
【００６９】
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　次いで、実施例１における有機ＥＬ表示装置の駆動方法について説明する。
【００７０】
　以下の説明において、電圧あるいは電位の値を以下のとおりとするが、これは、あくま
でも説明のための値であり、これらの値に限定されるものではない。後述する他の実施例
においても同様である。
【００７１】
ＶSig　：発光部ＥＬＰにおける輝度を制御するための映像信号
　　　 　・・・０ボルト～１０ボルト
ＶCC-H ：発光部ＥＬＰに電流を流すための駆動電圧
　　　 　・・・２０ボルト
ＶCC-L ：第２ノード初期化電圧
　　　 　・・・－１０ボルト
ＶOfs　：駆動トランジスタＴＲDのゲート電極の電位（第１ノードＮＤ1の電位）を初期
　　　　 化するための第１ノード初期化電圧
　　　 　・・・０ボルト
Ｖth 　：駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧
　　　 　・・・３ボルト
ＶCat　：発光部ＥＬＰのカソード電極に印加される電圧
　　　 　・・・０ボルト
Ｖth-EL：発光部ＥＬＰの閾値電圧
　　　 　・・・３ボルト
【００７２】
　第１行目乃至第Ｍ行目の有機ＥＬ表示素子１０は線順次走査される。各行の有機ＥＬ表
示素子１０を走査するために割り当てられた期間を水平走査期間と表すとき、後述する図
７等に示すように、各水平走査期間にあっては、信号出力回路１０２から第１ノード初期
化電圧をデータ線ＤＴＬに印加する初期化期間と、次いで、信号出力回路１０２から映像
信号ＶSigをデータ線ＤＴＬに印加する映像信号期間とが存在する。
【００７３】
　第ｍ行目の有機ＥＬ表示素子１０に対応する映像信号期間を含む水平走査期間を第ｍ番
目の水平走査期間Ｈmと表す。また、水平走査期間Ｈmに対しＰ個の水平走査期間分先行す
る水平走査期間を、水平走査期間Ｈm_pre_P、あるいは、第（ｍ－Ｐ）番目の水平走査期
間Ｈm-Pと表す。他の水平走査期間においても同様である。
【００７４】
　実施例１に係る有機ＥＬ表示装置にあっては、駆動トランジスタＴＲDの一方のソース
／ドレイン領域には、駆動トランジスタＴＲDを介して発光部ＥＬＰに向かって電流を流
すための駆動電圧ＶCC-Hと、第２ノードＮＤ2の電位を初期化するための第２ノード初期
化電圧ＶCC-Lとが、選択的に電源部１００から印加される。
【００７５】
　先ず、発明の理解を助けるために、実施例１に係る有機ＥＬ表示装置を用いた、参考例
の駆動方法の動作と、その場合の問題点について説明する。参考例に係る発光部ＥＬＰの
駆動のタイミングチャートを模式的に図４に示し、各トランジスタのオン／オフ状態等を
模式的に図５の（Ａ）乃至（Ｆ）、及び、図６の（Ａ）及び（Ｂ）に示す。
【００７６】
　参考例に係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法にあっては、第（ｎ，ｍ）番目の有機ＥＬ表
示素子１０において、
　（ａ’）第１ノードＮＤ1と第２ノードＮＤ2との間の電位差が駆動トランジスタＴＲD

の閾値電圧Ｖthを超え、且つ、第２ノードＮＤ2と発光部ＥＬＰに備えられたカソード電
極との間の電位差が発光部ＥＬＰの閾値電圧Ｖth-ELを超えないように、第１ノードＮＤ1

の電位及び第２ノードＮＤ2の電位を初期化する前処理を行い、次いで、
　（ｂ’）第１ノードＮＤ1の電位を保った状態で、第１ノードＮＤ1の電位から駆動トラ
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ンジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを減じた電位に向かって第２ノードＮＤ2の電位を変化させ
る閾値電圧キャンセル処理を行い、その後、
　（ｃ’）走査線ＳＣＬからの信号によりオン状態とされた書込みトランジスタＴＲWを
介して、データ線ＤＴＬから映像信号ＶSigを第１ノードＮＤ1に印加する書込み処理を行
い、次いで、
　（ｄ’）走査線ＳＣＬからの信号により書込みトランジスタＴＲWをオフ状態とするこ
とにより第１ノードＮＤ1を浮遊状態とし、
　（ｅ’）電源部１００から駆動トランジスタＴＲDを介して第１ノードＮＤ1と第２ノー
ドＮＤ2との間の電位差の値に応じた電流を発光部ＥＬＰに流すことによって発光部ＥＬ
Ｐを駆動した後、
　（ｆ’）電源部１００から駆動トランジスタＴＲDを介して第２ノードＮＤ2に第２ノー
ド初期化電圧ＶCC-Lを印加し、発光部ＥＬＰを非発光状態とする、
工程を備えている。
【００７７】
　図４に示す［期間－ＴＰ（２）0’］～［期間－ＴＰ（２）3’］は、書込み処理が行わ
れる［期間－ＴＰ（２）4’］の直前までの動作期間である。そして、［期間－ＴＰ（２
）0’］～［期間－ＴＰ（２）3’］において、第（ｎ，ｍ）番目の有機ＥＬ表示素子１０
は原則として非発光状態にある。図４に示すように、［期間－ＴＰ（２）4’］の他、［
期間－ＴＰ（２）1’］～［期間－ＴＰ（２）3’］は第ｍ番目の水平走査期間Ｈmに包含
される。尚、説明の便宜のため、［期間－ＴＰ（２）1’］の始期、及び、［期間－ＴＰ
（２）4’］の終期は、それぞれ、第ｍ番目の水平走査期間Ｈmの始期及び終期に一致する
ものとして説明する。
【００７８】
　更に、［期間－ＴＰ（２）1’］の始期、及び、［期間－ＴＰ（２）2’］の終期は、そ
れぞれ、水平走査期間Ｈmにおける初期化期間の始期及び終期に一致するものとする。ま
た、［期間－ＴＰ（２）3’］の始期、及び、［期間－ＴＰ（２）4’］の終期は、それぞ
れ、水平走査期間Ｈmにおける映像信号期間の始期及び終期に一致するものとする。
【００７９】
　以下、［期間－ＴＰ（２）0’］～［期間－ＴＰ（２）3’］の各期間について、説明す
る。尚、［期間－ＴＰ（２）1’］～［期間－ＴＰ（２）3’］の各期間の長さは、有機Ｅ
Ｌ表示装置の設計に応じて適宜設定すればよい。
【００８０】
　　［期間－ＴＰ（２）0’］（図４、図５の（Ａ）参照）
　この［期間－ＴＰ（２）0’］は、例えば、前の表示フレームから現表示フレームにお
ける動作である。即ち、この［期間－ＴＰ（２）0’］は、前の表示フレームにおける第
（ｍ＋ｍ’）番目の水平走査期間の始期から、現表示フレームにおける第（ｍ－１）番目
の水平走査期間までの期間である。尚、「ｍ’」については後述する。そして、この［期
間－ＴＰ（２）0’］において、第（ｎ，ｍ）番目の有機ＥＬ表示素子１０は、非発光状
態にある。［期間－ＴＰ（２）0’］の始期（図示せず）において、電源部１００から供
給される電圧が駆動電圧ＶCC-Hから第２ノード初期化電圧ＶCC-Lに切り替えられる。その
結果、第２ノードＮＤ2の電位はＶCC-Lまで低下し、発光部ＥＬＰのアノード電極とカソ
ード電極との間に逆方向電圧が印加され、発光部ＥＬＰは非発光状態となる。また、第２
ノードＮＤ2の電位低下に倣うように、浮遊状態の第１ノードＮＤ1（駆動トランジスタＴ
ＲDのゲート電極）の電位も低下する。
【００８１】
　上述したように、各水平走査期間において、信号出力回路１０２からデータ線ＤＴＬに
、第１ノード初期化電圧ＶOfsを印加し、次いで、第１ノード初期化電圧ＶOfsに替えて映
像信号ＶSigを印加する。より具体的には、現表示フレームにおける第ｍ番目の水平走査
期間Ｈmに対応して、データ線ＤＴＬには、第１ノード初期化電圧ＶOfsが印加され、次い
で、第１ノード初期化電圧ＶOfsに替えて第（ｎ，ｍ）番目の副画素に対応する映像信号
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（便宜のため、ＶSig_mと表す。他の映像信号においても同様である。）が印加される。
同様に、第（ｍ＋１）番目の水平走査期間Ｈm+1に対応して、データ線ＤＴＬには、第１
ノード初期化電圧ＶOfsが印加され、次いで、第１ノード初期化電圧ＶOfsに替えて第（ｎ
，ｍ＋１）番目の副画素に対応する映像信号ＶSig_m+1が印加される。図４においては記
載を省略したが、水平走査期間Ｈm，Ｈm+1，Ｈm+m'以外の各水平走査期間においても、デ
ータ線ＤＴＬには第１ノード初期化電圧ＶOfsと映像信号ＶSigとが印加される。
【００８２】
　　［期間－ＴＰ（２）1’］（図４、図５の（Ｂ）参照）
　そして、現表示フレームにおける第ｍ番目の水平走査期間Ｈmが開始する。この［期間
－ＴＰ（２）1’］において、上記の工程（ａ’）を行う。
【００８３】
　具体的には、［期間－ＴＰ（２）1’］の開始時、走査線ＳＣＬをハイレベルとするこ
とによって、書込みトランジスタＴＲWをオン状態とする。信号出力回路１０２からデー
タ線ＤＴＬに印加される電圧はＶOfsである（初期化期間）。その結果、第１ノードＮＤ1

の電位は、ＶOfs（０ボルト）となる。電源部１００から第２ノード初期化電圧ＶCC-Lを
第２ノードＮＤ2に印加しているので、第２ノードＮＤ2の電位はＶCC-L（－１０ボルト）
を保持する。
【００８４】
　第１ノードＮＤ1と第２ノードＮＤ2との間の電位差は１０ボルトであり、駆動トランジ
スタＴＲDの閾値電圧Ｖthは３ボルトであるので、駆動トランジスタＴＲDはオン状態であ
る。尚、第２ノードＮＤ2と発光部ＥＬＰに備えられたカソード電極との間の電位差は－
１０ボルトであり、発光部ＥＬＰの閾値電圧Ｖth-ELを超えない。これにより、第１ノー
ドＮＤ1の電位及び第２ノードＮＤ2の電位を初期化する前処理が完了する。
【００８５】
　　［期間－ＴＰ（２）2’］（図４、図５の（Ｃ）参照）
　この［期間－ＴＰ（２）2’］において、上記の工程（ｂ’）を行う。
【００８６】
　即ち、書込みトランジスタＴＲWのオン状態を維持したまま、電源部１００から供給さ
れる電圧を、ＶCC-Lから電圧ＶCC-Hに切り替える。その結果、第１ノードＮＤ1の電位は
変化しないが（ＶOfs＝０ボルトを維持）、第１ノードＮＤ1の電位から駆動トランジスタ
ＴＲDの閾値電圧Ｖthを減じた電位に向かって、第２ノードＮＤ2の電位は変化する。即ち
、浮遊状態の第２ノードＮＤ2の電位が上昇する。説明の便宜のため、［期間－ＴＰ（２
）2’］の長さは、第２ノードＮＤ2の電位を充分変化させるのに足りる長さであるとする
。
【００８７】
　この［期間－ＴＰ（２）2’］が充分長ければ、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極と
他方のソース／ドレイン領域との間の電位差がＶthに達し、駆動トランジスタＴＲDはオ
フ状態となる。即ち、浮遊状態の第２ノードＮＤ2の電位が（ＶOfs－Ｖth＝－３ボルト）
に近づき、最終的に（ＶOfs－Ｖth）となる。ここで、以下の式（２）が保証されていれ
ば、云い換えれば、式（２）を満足するように電位を選択、決定しておけば、発光部ＥＬ
Ｐが発光することはない。
【００８８】
（ＶOfs－Ｖth）＜（Ｖth-EL＋ＶCat）　　（２）
【００８９】
　この［期間－ＴＰ（２）2’］にあっては、第２ノードＮＤ2の電位は、最終的に、（Ｖ

Ofs－Ｖth）となる。即ち、駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖth、及び、駆動トランジ
スタＴＲDのゲート電極の電位を初期化するための電圧ＶOfsのみに依存して、第２ノード
ＮＤ2の電位は決定される。そして、発光部ＥＬＰの閾値電圧Ｖth-ELとは無関係である。
【００９０】
　　［期間－ＴＰ（２）3’］（図４、図５の（Ｄ）参照）
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　この［期間－ＴＰ（２）3’］の始期において、走査線ＳＣＬからの信号により書込み
トランジスタＴＲWをオフ状態とする。また、データ線ＤＴＬに印加される電圧が、第１
ノード初期化電圧ＶOfsから映像信号ＶSig_mに切り替わる（映像信号期間）。閾値電圧キ
ャンセル処理において駆動トランジスタＴＲDがオフ状態に達しているとすれば、実質上
、第１ノードＮＤ1と第２ノードＮＤ2の電位は変化しない。尚、閾値電圧キャンセル処理
において駆動トランジスタＴＲDがオフ状態に達していない場合には、［期間－ＴＰ（２
）3’］においてブートストラップ動作が生じ、第１ノードＮＤ1と第２ノードＮＤ2の電
位は多少上昇する。
【００９１】
　　［期間－ＴＰ（２）4’］（図４、図５の（Ｅ）参照）
　この期間内に、上記の工程（ｃ’）を行う。走査線ＳＣＬからの信号により書込みトラ
ンジスタＴＲWをオン状態とする。そして、書込みトランジスタＴＲWを介して、データ線
ＤＴＬから映像信号ＶSig_mを第１ノードＮＤ1に印加する。その結果、第１ノードＮＤ1

の電位はＶSig_mへと上昇する。駆動トランジスタＴＲDはオン状態である。尚、場合によ
っては、［期間－ＴＰ（２）3’］において書込みトランジスタＴＲWのオン状態を保った
構成とすることもできる。この構成にあっては、［期間－ＴＰ（２）3’］においてデー
タ線ＤＴＬの電圧が第１ノード初期化電圧ＶOfsから映像信号ＶSig_mに切り替わると直ち
に書込み処理が開始される。
【００９２】
　ここで、容量部Ｃ1の容量は値ｃ1であり、発光部ＥＬＰの容量ＣELの容量は値ｃELとす
る。そして、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極と他方のソース／ドレイン領域との間
の寄生容量を値ｃgsとする。駆動トランジスタＴＲDのゲート電極の電位がＶOfsからＶSi

g_m（＞ＶOfs）に変化したとき、容量部Ｃ1の両端の電位（第１ノードＮＤ1及び第２ノー
ドＮＤ2の電位）は、原則として、変化する。即ち、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極
の電位（＝第１ノードＮＤ1の電位）の変化分（ＶSig_m－ＶOfs）に基づく電荷が、容量
部Ｃ1、発光部ＥＬＰの容量ＣEL、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極と他方のソース／
ドレイン領域との間の寄生容量に振り分けられる。然るに、値ｃELが、値ｃ1及び値ｃgs

と比較して十分に大きな値であれば、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極の電位の変化
分（ＶSig_m－ＶOfs）に基づく駆動トランジスタＴＲDの他方のソース／ドレイン領域（
第２ノードＮＤ2）の電位の変化は小さい。そして、一般に、発光部ＥＬＰの容量ＣELの
容量の値ｃELは、容量部Ｃ1の容量の値ｃ1及び駆動トランジスタＴＲDの寄生容量の値ｃg

sよりも大きい。従って、上述した説明においては、第１ノードＮＤ1の電位変化により生
ずる第２ノードＮＤ2の電位変化を考慮していない。また、特段の必要がある場合を除き
、第１ノードＮＤ1の電位変化により生ずる第２ノードＮＤ2の電位変化は考慮せずに説明
を行う。他の実施例においても同様である。尚、駆動のタイミングチャートは、第１ノー
ドＮＤ1の電位変化により生ずる第２ノードＮＤ2の電位変化を考慮せずに示した。
【００９３】
　上述した書込み処理にあっては、駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領
域には電源部１００から駆動電圧ＶCC-Hが印加された状態で、駆動トランジスタＴＲDの
ゲート電極に映像信号ＶSig_mが印加される。このため、図４に示すように、［期間－Ｔ
Ｐ（２）4’］において第２ノードＮＤ2の電位が上昇する。この電位の上昇量（図４に示
すΔＶ）については後述する。駆動トランジスタＴＲDのゲート電極（第１ノードＮＤ1）
の電位をＶg、駆動トランジスタＴＲDの他方のソース／ドレイン領域（第２ノードＮＤ2

）の電位をＶsとしたとき、上述した第２ノードＮＤ2の電位の上昇を考慮しなければ、Ｖ

gの値、Ｖsの値は以下のとおりとなる。第１ノードＮＤ1と第２ノードＮＤ2の電位差、即
ち、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極とソース領域として働く他方のソース／ドレイ
ン領域との間の電位差Ｖgsは、以下の式（３）で表すことができる。
【００９４】
Ｖg ＝ＶSig_m

Ｖs ≒ＶOfs－Ｖth
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Ｖgs≒ＶSig_m－（ＶOfs－Ｖth）　　　（３）
【００９５】
　即ち、駆動トランジスタＴＲDに対する書込み処理において得られたＶgsは、発光部Ｅ
ＬＰにおける輝度を制御するための映像信号ＶSig_m、駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧
Ｖth、及び、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極の電位を初期化するための電圧ＶOfsの
みに依存している。そして、発光部ＥＬＰの閾値電圧Ｖth-ELとは無関係である。
【００９６】
　次いで、上述した［期間－ＴＰ（２）4’］における第２ノードＮＤ2の電位の上昇につ
いて説明する。上述した参考例の駆動方法にあっては、書込み処理において、駆動トラン
ジスタＴＲDの特性（例えば、移動度μの大小等）に応じて駆動トランジスタＴＲDの他方
のソース／ドレイン領域の電位（即ち、第２ノードＮＤ2の電位）を上昇させる移動度補
正処理が併せて行われる。
【００９７】
　駆動トランジスタＴＲDをポリシリコン薄膜トランジスタ等から作製した場合、トラン
ジスタ間で移動度μにばらつきが生ずることは避け難い。従って、移動度μに差異がある
複数の駆動トランジスタＴＲDのゲート電極に同じ値の映像信号ＶSigを印加したとしても
、移動度μの大きい駆動トランジスタＴＲDを流れるドレイン電流Ｉdsと、移動度μの小
さい駆動トランジスタＴＲDを流れるドレイン電流Ｉdsとの間に、差異が生じてしまう。
そして、このような差異が生ずると、有機ＥＬ表示装置の画面の均一性（ユニフォーミテ
ィ）が損なわれてしまう。
【００９８】
　上述した参考例の駆動方法にあっては、駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレ
イン領域には電源部１００から駆動電圧ＶCC-Hが印加された状態で、駆動トランジスタＴ
ＲDのゲート電極に映像信号ＶSig_mが印加される。このため、図４に示すように、［期間
－ＴＰ（２）4’］において第２ノードＮＤ2の電位が上昇する。駆動トランジスタＴＲD

の移動度μの値が大きい場合、駆動トランジスタＴＲDの他方のソース／ドレイン領域に
おける電位（即ち、第２ノードＮＤ2の電位）の上昇量ΔＶ（電位補正値）は大きくなる
。逆に、駆動トランジスタＴＲDの移動度μの値が小さい場合、駆動トランジスタＴＲDの
他方のソース／ドレイン領域における電位の上昇量ΔＶ（電位補正値）は小さくなる。こ
こで、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極とソース領域として働く他方のソース／ドレ
イン領域との間の電位差Ｖgsは、式（３）から以下の式（４）のように変形される。
【００９９】
Ｖgs≒ＶSig_m－（ＶOfs－Ｖth）－ΔＶ　　　（４）
【０１００】
　尚、書き込み処理を実行するための所定の時間（図４においては、［期間－ＴＰ（２）

4’］の全時間（ｔ0）は、有機ＥＬ表示装置の設計の際、設計値として予め決定しておけ
ばよい。また、このときの駆動トランジスタＴＲDの他方のソース／ドレイン領域におけ
る電位（ＶOfs－Ｖth＋ΔＶ）が以下の式（２’）を満足するように、［期間－ＴＰ（２
）4’］の全時間ｔ0は決定されている。そして、これによって、［期間－ＴＰ（２）4’
］において、発光部ＥＬＰが発光することはない。更には、この移動度補正処理によって
、係数ｋ（≡（１／２）・（Ｗ／Ｌ）・Ｃox）のばらつきの補正も同時に行われる。
【０１０１】
（ＶOfs－Ｖth＋ΔＶ）＜（Ｖth-EL＋ＶCat）　　（２’）
【０１０２】
　　［期間－ＴＰ（２）5’］（図４、及び、図５の（Ｆ）参照）
　以上の操作によって、工程（ａ’）乃至工程（ｃ’）が完了する。その後、この［期間
－ＴＰ（２）5’］において、上記の工程（ｄ’）、及び、工程（ｅ’）を行う。即ち、
駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に電源部１００から駆動電圧ＶCC-

Hが印加された状態を維持した状態で、走査回路１０１の動作に基づき走査線ＳＣＬをロ
ーレベルとし、書込みトランジスタＴＲWをオフ状態とし、第１ノードＮＤ1、即ち、駆動
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トランジスタＴＲDのゲート電極を浮遊状態とする。従って、以上の結果として、第２ノ
ードＮＤ2の電位は上昇する。
【０１０３】
　ここで、上述したとおり、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極は浮遊状態にあり、し
かも、容量部Ｃ1が存在するが故に、所謂ブートストラップ回路におけると同様の現象が
駆動トランジスタＴＲDのゲート電極に生じ、第１ノードＮＤ1の電位も上昇する。その結
果、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極とソース領域として働く他方のソース／ドレイ
ン領域との間の電位差Ｖgsは、式（４）の値を保持する。
【０１０４】
　また、第２ノードＮＤ2の電位が上昇し、（Ｖth-EL＋ＶCat）を超えるので、発光部Ｅ
ＬＰは発光を開始する。このとき、発光部ＥＬＰを流れる電流は、駆動トランジスタＴＲ

Dのドレイン領域からソース領域へと流れるドレイン電流Ｉdsであるので、式（１）で表
すことができる。ここで、式（１）と式（４）から、式（１）は、以下の式（５）によう
に変形することができる。
【０１０５】
Ｉds＝ｋ・μ・（ＶSig_m－ＶOfs－ΔＶ）2　　（５）
【０１０６】
　従って、発光部ＥＬＰを流れる電流Ｉdsは、例えば、ＶOfsを０ボルトに設定したとし
た場合、発光部ＥＬＰにおける輝度を制御するための映像信号ＶSig_mの値から、駆動ト
ランジスタＴＲDの移動度μに起因した電位補正値ΔＶの値を減じた値の２乗に比例する
。云い換えれば、発光部ＥＬＰを流れる電流Ｉdsは、発光部ＥＬＰの閾値電圧Ｖth-EL、
及び、駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthには依存しない。即ち、発光部ＥＬＰの発
光量（輝度）は、発光部ＥＬＰの閾値電圧Ｖth-ELの影響、及び、駆動トランジスタＴＲD

の閾値電圧Ｖthの影響を受けない。そして、第（ｎ，ｍ）番目の有機ＥＬ表示素子１０の
輝度は、係る電流Ｉdsに対応した値である。
【０１０７】
　しかも、移動度μの大きな駆動トランジスタＴＲDほど、電位補正値ΔＶが大きくなる
ので、式（４）の左辺のＶgsの値が小さくなる。従って、式（５）において、移動度μの
値が大きくとも、（ＶSig_m－ＶOfs－ΔＶ）2の値が小さくなる結果、ドレイン電流Ｉds

を補正することができる。即ち、移動度μの異なる駆動トランジスタＴＲDにおいても、
映像信号ＶSigの値が同じであれば、ドレイン電流Ｉdsが略同じとなる結果、発光部ＥＬ
Ｐを流れ、発光部ＥＬＰの輝度を制御する電流Ｉdsが均一化される。これにより、移動度
μのばらつき（更には、ｋのばらつき）に起因する発光部ＥＬＰの輝度のばらつきを補正
することができる。
【０１０８】
　そして、発光部ＥＬＰの発光状態を第（ｍ＋ｍ’－１）番目の水平走査期間まで継続す
る。この第（ｍ＋ｍ’－１）番目の水平走査期間の終期は、［期間－ＴＰ（２）5’］の
終期に相当する。ここで、「ｍ’」は、１＜ｍ’＜Ｍの関係を満たし、有機ＥＬ表示装置
において所定の値である。換言すれば、発光部ＥＬＰは、第（ｍ＋１）番目の水平走査期
間Ｈm+1の始期から第（ｍ＋ｍ’）番目の水平走査期間Ｈm+m'の直前まで駆動され、この
期間が発光期間となる。
【０１０９】
　　［期間－ＴＰ（２）6’］（図４、及び、図６の（Ａ）参照）
　次いで、上記の工程（ｆ’）を行い、発光部ＥＬＰを非発光状態とする。
【０１１０】
　具体的には、書込みトランジスタＴＲWのオフ状態を保った状態で、［期間－ＴＰ（２
）6’］の始期（換言すれば、第（ｍ＋ｍ’）番目の水平走査期間Ｈm+m'の始期）におい
て、電源部１００から供給される電圧を、電圧ＶCC-Hから電圧ＶCC-Lに切り替える。その
結果、第２ノードＮＤ2の電位はＶCC-Lまで低下し、発光部ＥＬＰのアノード電極とカソ
ード電極との間に逆方向電圧が印加され、発光部ＥＬＰは非発光状態となる。また、第２
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ノードＮＤ2の電位低下に倣うように、浮遊状態の第１ノードＮＤ1（駆動トランジスタＴ
ＲDのゲート電極）の電位も低下する。
【０１１１】
　そして、上述した非発光状態を、次のフレームにおける第ｍ番目の水平走査期間Ｈmの
直前まで継続する。この時点は、図４に示す［期間－ＴＰ（２）+1’］の始期の直前に相
当する。このように、非発光期間を設けることにより、アクティブマトリクス駆動に伴う
残像ボケが低減され、動画品位をより優れたものとすることができる。例えば、ｍ’＝Ｍ
／２と設定すれば、発光期間及び非発光期間の時間長は、それぞれ、１表示フレーム期間
の略半分の時間長となる。
【０１１２】
　そして、［期間－ＴＰ（２）+1’］以降においては、上述した［期間－ＴＰ（２）1’
］乃至［期間－ＴＰ（２）6’］において説明したと同様の工程をくり返して行う（図４
、及び、図６の（Ｂ）参照）。即ち、図４に示す［期間－ＴＰ（２）6’］は、次の［期
間－ＴＰ（２）0’］に該当する。
【０１１３】
　上述した参考例の駆動方法にあっては、非発光期間の大部分は図４に示す［期間－ＴＰ
（２）6’］で占められている。そして、この期間の間、発光部ＥＬＰには｜ＶCC-L－ＶC

at｜といった値の逆方向電圧が印加された状態にある。即ち、上述した例では、１０ボル
トの逆方向電圧が、第（ｍ＋ｍ’）番目の水平走査期間Ｈm+m'の始期から次のフレームに
おける第ｍ番目の水平走査期間Ｈmの始期付近まで、継続して発光部ＥＬＰに印加される
。
【０１１４】
　次いで、実施例１の駆動方法について説明する。実施例１に係る発光部ＥＬＰの駆動の
タイミングチャートを模式的に図７に示し、各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的
に図８の（Ａ）乃至（Ｆ）、及び、図９の（Ａ）乃至（Ｆ）に示す。
【０１１５】
　実施例１に係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法にあっては、第（ｎ，ｍ）番目の有機ＥＬ
表示素子１０において、
　（ａ）水平走査期間Ｈm_pre_Pの終期より前に位置する初期化期間に、走査回路１０１
の動作に基づいてオン状態とされた書込みトランジスタＴＲWを介してデータ線ＤＴＬか
ら第１ノードＮＤ1に第１ノード初期化電圧ＶOfsを印加して第１ノードＮＤ1の電位を初
期化し、電源部１００から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に第２
ノード初期化電圧ＶCC-Lを印加して第２ノードＮＤ2の電位を初期化し、以て、第１ノー
ドＮＤ1と第２ノードＮＤ2との間の電位差が駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを超
え、且つ、第２ノードＮＤ2と発光部ＥＬＰに備えられたカソード電極との間の電位差が
発光部ＥＬＰの閾値電圧Ｖth-ELを超えないように、第１ノードＮＤ1の電位及び第２ノー
ドＮＤ2の電位を初期化する前処理を行い、次いで、
　（ｂ）電源部１００の電圧を第２ノード初期化電圧ＶCC-Lから駆動電圧ＶCC-Hに切り替
え、電源部１００から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧
ＶCC-Hを印加した状態を維持し、
　（ｃ）走査回路１０１の動作に基づいて書込みトランジスタＴＲWを初期化期間におい
てオン状態とし、オン状態とされた書込みトランジスタＴＲWを介してデータ線ＤＴＬか
ら第１ノードＮＤ1に第１ノード初期化電圧ＶOfsを印加した状態で駆動電圧ＶCC-Hを電源
部１００から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に印加し、以て、水
平走査期間Ｈm_pre_Pにおける初期化期間において第１ノード初期化電圧ＶOfsから駆動ト
ランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを減じた電位に達するまで第２ノードＮＤ2の電位を変化
させて駆動トランジスタＴＲDをオフ状態とする閾値電圧キャンセル処理を行い、次いで
、
　（ｄ）走査回路１０１の動作に基づいて書込みトランジスタＴＲWをオフ状態とするこ
とにより第１ノードＮＤ1を浮遊状態とすると共に、駆動トランジスタＴＲDのオフ状態を
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維持し、
　（ｅ）走査回路１０１の動作に基づいてオン状態とされた書込みトランジスタＴＲWを
介して、水平走査期間Ｈmにおける映像信号期間に、データ線ＤＴＬから映像信号を第１
ノードＮＤ1に印加する書込み処理を行い、次いで、
　（ｆ）走査回路１０１の動作に基づいて書込みトランジスタＴＲWをオフ状態とするこ
とにより第１ノードＮＤ1を浮遊状態とし、電源部１００から駆動トランジスタＴＲDを介
して、第１ノードＮＤ1と第２ノードＮＤ2との間の電位差の値に応じた電流を発光部ＥＬ
Ｐに流す、
工程を備えている。後述する実施例２、実施例３及び実施例４に係る有機ＥＬ表示装置の
駆動方法においても同様である。
【０１１６】
　実施例１にあっては、前期工程（ａ）を水平走査期間Ｈm_pre_Pにおける初期化期間に
行う。尚、上述したように、水平走査期間Ｈm_pre_Pとは水平走査期間Ｈm-Pであるので、
便宜のため、後者の表記に統一して説明する。図面においても同様である。後述するよう
に、例えば、Ｐ＝Ｍ／２と設定すれば、発光期間及び非発光期間の時間長は、それぞれ、
１表示フレーム期間の略半分の時間長となる。
【０１１７】
　図７に示す［期間－ＴＰ（２）0］～［期間－ＴＰ（２）5］は、書込み処理が行われる
［期間－ＴＰ（２）6］の直前までの動作期間である。そして、［期間－ＴＰ（２）0］～
［期間－ＴＰ（２）6］において、第（ｎ，ｍ）番目の有機ＥＬ表示素子１０は非発光状
態にある。図７に示すように、［期間－ＴＰ（２）6］の他、［期間－ＴＰ（２）4］～［
期間－ＴＰ（２）5］は第ｍ番目の水平走査期間Ｈmに包含される。
【０１１８】
　説明の便宜のため、［期間－ＴＰ（２）1］の始期は、第（ｍ－Ｐ）番目の水平走査期
間Ｈm-Pにおける初期化期間（図７において、データ線ＤＴＬの電位がＶOfsである期間で
あり、他の水平走査期間においても同様）の始期に一致するとする。同様に、［期間－Ｔ
Ｐ（２）2］の終期は、水平走査期間Ｈm-Pにおける初期化期間の終期に一致するとする。
また、［期間－ＴＰ（２）3］の始期は、水平走査期間Ｈm-Pにおける映像信号期間（図７
において、データ線ＤＴＬの電位がＶSig_m-Pである期間）の始期に一致するとする。
【０１１９】
　また、［期間－ＴＰ（２）4］の始期及び終期は、それぞれ、第ｍ番目の水平走査期間
Ｈmにおける初期化期間の始期及び終期に一致するとする。［期間－ＴＰ（２）5］の始期
は、第ｍ番目の水平走査期間Ｈmにおける映像信号期間（図７において、データ線ＤＴＬ
の電位がＶSig_mである期間）の始期に一致するとする。同様に、［期間－ＴＰ（２）6］
の終期は、水平走査期間Ｈmにおける映像信号期間の終期に一致するとする。
【０１２０】
　以下、先ず、［期間－ＴＰ（２）-1］～［期間－ＴＰ（２）3］の各期間について、説
明する。
【０１２１】
　　［期間－ＴＰ（２）-1］（図７、図８の（Ａ）参照）
　この［期間－ＴＰ（２）-1］は、例えば、前の表示フレームにおける動作であり、前回
の各種の処理完了後に第（ｎ，ｍ）番目の有機ＥＬ表示素子１０が発光状態にある期間で
ある。即ち、第（ｎ，ｍ）番目の副画素を構成する有機ＥＬ表示素子１０における発光部
ＥＬＰには、前述した式（５）に基づくドレイン電流Ｉ’dsが流れており、第（ｎ，ｍ）
番目の副画素を構成する有機ＥＬ表示素子１０の輝度は、係るドレイン電流Ｉ’dsに対応
した値である。ここで、書込みトランジスタＴＲWはオフ状態であり、駆動トランジスタ
ＴＲDはオン状態である。
【０１２２】
　　［期間－ＴＰ（２）0］（図７、図８の（Ｂ）参照）
　この［期間－ＴＰ（２）0］は、例えば、前の表示フレームから現表示フレームに移行
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する際の動作である。即ち、この［期間－ＴＰ（２）0］は、第（ｍ－Ｐ）番目の水平走
査期間Ｈm-Pの始期の直前の期間である。この［期間－ＴＰ（２）0］において、第（ｎ，
ｍ）番目の有機ＥＬ表示素子１０は非発光状態となる。即ち、電源部１００から供給され
る電圧を駆動電圧ＶCC-Hから第２ノード初期化電圧ＶCC-Lに切り替える。その結果、第２
ノードＮＤ2の電位はＶCC-Lまで低下し、発光部ＥＬＰのアノード電極とカソード電極と
の間に逆方向電圧が印加され、発光部ＥＬＰは非発光状態となる。また、第２ノードＮＤ

2の電位低下に倣うように、浮遊状態の第１ノードＮＤ1（駆動トランジスタＴＲDのゲー
ト電極）の電位も低下する。
【０１２３】
　　［期間－ＴＰ（２）1］（図７、図８の（Ｃ）参照）
　そして、現表示フレームにおける第（ｍ－Ｐ）番目の水平走査期間Ｈm-Pが開始する。
この［期間－ＴＰ（２）1］において、工程（ａ）、即ち、上述した前処理を行う。
【０１２４】
　上述したように、水平走査期間Ｈm-Pにおける初期化期間の始期、及び、終期は、それ
ぞれ、［期間－ＴＰ（２）1］の始期、及び、［期間－ＴＰ（２）2］の終期である。［期
間－ＴＰ（２）1］の始期において、走査線ＳＣＬからの信号により書込みトランジスタ
ＴＲWをオン状態とし、オン状態の書込みトランジスタＴＲWを介してデータ線ＤＴＬから
第１ノードＮＤ1に第１ノード初期化電圧ＶOfsを印加して第１ノードＮＤ1の電位を初期
化する。また、電源部１００から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域
に第２ノード初期化電圧ＶCC-Lを印加して第２ノードＮＤ2の電位を初期化する。
【０１２５】
　その結果、第１ノードＮＤ1の電位は、ＶOfs（０ボルト）となる。電源部１００から第
２ノード初期化電圧ＶCC-Lを第２ノードＮＤ2に印加しているので、第２ノードＮＤ2の電
位はＶCC-L（－１０ボルト）を保持する。
【０１２６】
　第１ノードＮＤ1と第２ノードＮＤ2との間の電位差は１０ボルトであり、駆動トランジ
スタＴＲDの閾値電圧Ｖthは３ボルトであるので、駆動トランジスタＴＲDはオン状態であ
る。尚、第２ノードＮＤ2と発光部ＥＬＰに備えられたカソード電極との間の電位差は－
１０ボルトであり、発光部ＥＬＰの閾値電圧Ｖth-ELを超えない。これにより、第１ノー
ドＮＤ1の電位及び第２ノードＮＤ2の電位を初期化する前処理が完了する。
【０１２７】
　そして、［期間－ＴＰ（２）1］の終期において、上述した工程（ｂ）を行う。具体的
には、電源部１００の電圧を第２ノード初期化電圧ＶCC-Lから駆動電圧ＶCC-Hに切り替え
、電源部１００から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧ＶC

C-Hを印加した状態を維持する。
【０１２８】
　　［期間－ＴＰ（２）2］（図７、図８の（Ｄ）及び（Ｅ）参照）
　この［期間－ＴＰ（２）2］において、工程（ｃ）、即ち、上述した閾値電圧キャンセ
ル処理を行う。
【０１２９】
　走査回路１０１の動作に基づいて書込みトランジスタＴＲWを初期化期間においてオン
状態とし、オン状態とされた書込みトランジスタＴＲWを介してデータ線ＤＴＬから第１
ノードＮＤ1に第１ノード初期化電圧ＶOfsを印加した状態で駆動電圧ＶCC-Hを電源部１０
０から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に印加する。実施例１にあ
っては、［期間－ＴＰ（２）2］において書込みトランジスタＴＲWのオン状態を維持する
。
【０１３０】
　［期間－ＴＰ（２）2］において、第１ノードＮＤ1の電位は変化しないが（ＶOfs＝０
ボルトを維持）、第１ノードＮＤ1の電位から駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを減
じた電位に向かって、第２ノードＮＤ2の電位は変化する。即ち、浮遊状態の第２ノード
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ＮＤ2の電位が（ＶOfs－Ｖth＝－３ボルト）に近づき、最終的に（ＶOfs－Ｖth）となる
。以て、第１ノード初期化電圧ＶOfsから駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを減じた
電位に達するまで第２ノードＮＤ2の電位を変化させて駆動トランジスタＴＲDをオフ状態
とする閾値電圧キャンセル処理を行う。
【０１３１】
　次いで、［期間－ＴＰ（２）3］乃至［期間－ＴＰ（２）5］において、工程（ｄ）を行
う。即ち、走査回路１０１の動作に基づいて書込みトランジスタＴＲWをオフ状態とする
ことにより第１ノードＮＤ1を浮遊状態とすると共に、駆動トランジスタＴＲDのオフ状態
を維持する。以下、各期間毎に説明する。
【０１３２】
　　［期間－ＴＰ（２）3］（図７、図８の（Ｆ）参照）
　［期間－ＴＰ（２）3］の始期において書込みトランジスタＴＲWをオフ状態に切り替え
る。駆動トランジスタＴＲDはオフ状態を維持し、第１ノードＮＤ1の電位及び第２ノード
ＮＤ2の電位は変化しない。
【０１３３】
　　［期間－ＴＰ（２）4］（図７、図９の（Ａ）参照）
　この［期間－ＴＰ（２）4］から、第ｍ番目の水平走査期間が開始する。データ線ＤＴ
Ｌには第１ノード初期化電圧ＶOfsが印加される。駆動トランジスタＴＲDはオフ状態を維
持し、第１ノードＮＤ1の電位及び第２ノードＮＤ2の電位は変化しない。
【０１３４】
　　［期間－ＴＰ（２）5］（図７、図９の（Ｂ）参照）
　この［期間－ＴＰ（２）5］の始期において、データ線ＤＴＬに印加される電圧が、第
１ノード初期化電圧ＶOfsから映像信号ＶSig_mに切り替わる。駆動トランジスタＴＲDは
オフ状態を維持し、第１ノードＮＤ1の電位及び第２ノードＮＤ2の電位は変化しない。
【０１３５】
　上述した［期間－ＴＰ（２）3］乃至［期間－ＴＰ（２）5］においても、第（ｎ，ｍ）
番目の有機ＥＬ表示素子１０は非発光状態を維持する。これらの期間の間、発光部ＥＬＰ
には｜（ＶOfs－Ｖth）－ＶCat｜といった値の逆方向電圧が印加された状態にある。即ち
、上述した例では、３ボルトの逆方向電圧が継続して発光部ＥＬＰに印加される。
【０１３６】
　　［期間－ＴＰ（２）6］（図７、図９の（Ｃ）参照）
　この期間内に、工程（ｅ）、即ち、上述した書込み処理を行う。走査線ＳＣＬからの信
号により書込みトランジスタＴＲWをオン状態とする。そして、書込みトランジスタＴＲW

を介して、データ線ＤＴＬから映像信号ＶSig_mを第１ノードＮＤ1に印加する。その結果
、第１ノードＮＤ1の電位はＶSig_mへと上昇する。駆動トランジスタＴＲDはオン状態で
ある。尚、場合によっては、［期間－ＴＰ（２）4］及び［期間－ＴＰ（２）5］において
書込みトランジスタＴＲWをオン状態とする構成とすることもできる。この構成にあって
は、［期間－ＴＰ（２）5］においてデータ線ＤＴＬの電圧が第１ノード初期化電圧ＶOfs

から映像信号ＶSig_mに切り替わると直ちに書込み処理が開始される。
【０１３７】
　尚、書き込み処理を実行するための所定の時間（図７においては、［期間－ＴＰ（２）

6］の全時間（ｔ0）は、有機ＥＬ表示装置の設計の際、設計値として予め決定しておけば
よい。実施例１の駆動方法においても、上述した参考例の駆動方法と同様に書込み処理に
おいて、駆動トランジスタＴＲDの特性に応じて駆動トランジスタＴＲDの他方のソース／
ドレイン領域の電位（即ち、第２ノードＮＤ2の電位）を上昇させる移動度補正処理が併
せて行われる。図７に示す第２ノードＮＤ2の電位補正値ΔＶは、図４を参照して説明し
たと同様であるので、説明を省略する。
【０１３８】
　　［期間－ＴＰ（２）7］（図７、及び、図９の（Ｄ）参照）
　以上の操作によって、閾値電圧キャンセル処理、書込み処理、移動度補正処理が完了す
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る。その後、この［期間－ＴＰ（２）7］において、工程（ｆ）を行う。即ち、駆動トラ
ンジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に電源部１００から駆動電圧ＶCC-Hが印加
された状態を維持した状態で、走査回路１０１の動作に基づき走査線ＳＣＬをローレベル
とし、書込みトランジスタＴＲWをオフ状態とし、第１ノードＮＤ1、即ち、駆動トランジ
スタＴＲDのゲート電極を浮遊状態とする。従って、以上の結果として、第２ノードＮＤ2

の電位は上昇する。
【０１３９】
　ここで、上述したとおり、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極は浮遊状態にあり、し
かも、容量部Ｃ1が存在するが故に、所謂ブートストラップ回路におけると同様の現象が
駆動トランジスタＴＲDのゲート電極に生じ、第１ノードＮＤ1の電位も上昇する。その結
果、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極とソース領域として働く他方のソース／ドレイ
ン領域との間の電位差Ｖgsは、上記の式（４）の値を保持する。
【０１４０】
　また、第２ノードＮＤ2の電位が上昇し、（Ｖth-EL＋ＶCat）を超えるので、発光部Ｅ
ＬＰは発光を開始する。このとき、発光部ＥＬＰを流れる電流は、駆動トランジスタＴＲ

Dのドレイン領域からソース領域へと流れるドレイン電流Ｉdsであるので、上記の式（５
）で与えられる。
【０１４１】
　そして、発光部ＥＬＰの発光状態を、［期間－ＴＰ（２）7］の終期まで継続する。具
体的には、［期間－ＴＰ（２）7］の終期まで、電源部１００から駆動トランジスタＴＲD

の一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧ＶCC-Hを印加した状態を維持する。
【０１４２】
　そして、［期間－ＴＰ（２）8］の始期において、電源部１００から供給される電圧を
駆動電圧ＶCC-Hから第２ノード初期化電圧ＶCC-Lに切り替える。この［期間－ＴＰ（２）

8］は、例えば次のフレームにおける第（ｍ－Ｐ）番目の水平走査期間Ｈm-Pの始期の直前
の期間である。［期間－ＴＰ（２）8］は、例えば次のフレームにおける［期間－ＴＰ（
２）0］に対応する。［期間－ＴＰ（２）+1］以降においては、上述した［期間－ＴＰ（
２）1］乃至［期間－ＴＰ（２）8］において説明したと同様の工程をくり返して行う（図
７、並びに、図９の（Ｅ）及び（Ｆ）参照）。
【０１４３】
　図７を参照して説明した実施例１の駆動方法にあっては、非発光期間は［期間－ＴＰ（
２）0］乃至［期間－ＴＰ（２）6］であり、発光期間は［期間－ＴＰ（２）7］となる。
そして、非発光期間の大部分を構成する［期間－ＴＰ（２）3］乃至［期間－ＴＰ（２）5

］においては、発光部ＥＬＰには｜（ＶOfs－Ｖth）－ＶCat｜といった値の逆方向電圧が
印加された状態にある。即ち、上述した例では、３ボルトの逆方向電圧が継続して発光部
ＥＬＰに印加される。そして、実施例１の駆動方法にあっては、｜ＶCC-L－ＶCat｜とい
った値の逆方向電圧が印加されるのは、［期間－ＴＰ（２）0］及び［期間－ＴＰ（２）1

］の期間内に限られる。
【０１４４】
　実施例１の駆動方法によれば、非発光期間において絶対値が大きい逆方向電圧が発光部
ＥＬＰに印加される期間が占める割合を小さくすることができ、また、非発光期間の大部
分において発光部ＥＬＰに印加される逆方向電圧の絶対値を小さくすることができる。こ
れにより、発光部ＥＬＰの劣化を軽減することができる。
【実施例２】
【０１４５】
　実施例２も、本発明の第１の態様に係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法に関する。実施例
２は実施例１の変形である。実施例２に係る有機ＥＬ表示装置の概念図は図１と同様であ
り、駆動回路１１を含む有機ＥＬ表示素子１０の等価回路図は図２と同様である。実施例
２の表示装置を構成する各構成要素は、実施例１において説明したと同様であるので、説
明を省略する。後述する実施例３及び実施例４においても同様である。
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【０１４６】
　実施例２の駆動方法にあっては、実施例１において説明した前記工程（ｄ）と前記工程
（ｅ）との間に、
　（ｇ）初期化期間に、走査回路１０１の動作に基づいてオン状態とされた書込みトラン
ジスタＴＲWを介してデータ線ＤＴＬから第１ノードＮＤ1に第１ノード初期化電圧ＶOfs

を印加して第１ノードＮＤ1の電位を初期化し、電源部１００から駆動トランジスタＴＲD

の一方のソース／ドレイン領域に第２ノード初期化電圧ＶCC-Lを印加して第２ノードＮＤ

2の電位を初期化し、以て、第１ノードＮＤ1と第２ノードＮＤ2との間の電位差が駆動ト
ランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを超え、且つ、第２ノードＮＤ2と発光部ＥＬＰに備えら
れたカソード電極との間の電位差が発光部ＥＬＰの閾値電圧Ｖth-ELを超えないように、
第１ノードＮＤ1の電位及び第２ノードＮＤ2の電位を初期化する第２の前処理を行い、次
いで、
　（ｈ）電源部１００の電圧を第２ノード初期化電圧ＶCC-Lから駆動電圧ＶCC-Hに切り替
え、電源部１００から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧
ＶCC-Hを印加した状態を維持し、
　（ｉ）走査回路１０１の動作に基づいて書込みトランジスタＴＲWを初期化期間におい
てオン状態とし、オン状態とされた書込みトランジスタＴＲWを介してデータ線ＤＴＬか
ら第１ノードＮＤ1に第１ノード初期化電圧ＶOfsを印加した状態で駆動電圧ＶCC-Hを電源
部１００から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に印加し、以て、水
平走査期間Ｈmの終期より前に位置する初期化期間において第１ノード初期化電圧ＶOfsか
ら駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを減じた電位に達するまで第２ノードＮＤ2の電
位を変化させて駆動トランジスタＴＲDをオフ状態とする第２の閾値電圧キャンセル処理
を行う、
といった工程を備えている点が主に相違する他は、実施例１の駆動方法と同様の構成であ
る。
【０１４７】
　実施例２の駆動方法について説明する。実施例２に係る発光部ＥＬＰの駆動のタイミン
グチャートを模式的に図１０に示し、各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に図１
１の（Ａ）乃至（Ｅ）に示す。
【０１４８】
　　［期間－ＴＰ（２）-1］乃至［期間－ＴＰ（２）2］（図１０参照）
　これらの期間の動作は、実施例１において図７及び図８の（Ａ）乃至（Ｄ）を参照して
説明した［期間－ＴＰ（２）-1］乃至［期間－ＴＰ（２）2］との動作と同様であるので
、説明を省略する。［期間－ＴＰ（２）2］において、工程（ｃ）、即ち、上述した閾値
電圧キャンセル処理を行う。浮遊状態の第２ノードＮＤ2の電位が（ＶOfs－Ｖth＝－３ボ
ルト）に近づき、最終的に（ＶOfs－Ｖth）となる。
【０１４９】
　　［期間－ＴＰ（２）3A］（図１０、図１１の（Ａ）参照）
　この期間の動作は、実施例１において図７及び図８の（Ｆ）を参照して説明した［期間
－ＴＰ（２）3］の動作と実質的に同様である。即ち、この［期間－ＴＰ（２）3A］にお
いて、駆動トランジスタＴＲDのオフ状態を維持する（上述した工程（ｄ））。
【０１５０】
　　［期間－ＴＰ（２）3B］（図１０、図１１の（Ｂ）参照）
　この［期間－ＴＰ（２）3B］は、第ｍ番目の水平走査期間Ｈmの始期の直前の期間であ
る。この［期間－ＴＰ（２）3B］の始期において、電源部１００から供給される電圧を駆
動電圧ＶCC-Hから第２ノード初期化電圧ＶCC-Lに切り替える。その結果、第２ノードＮＤ

2の電位はＶCC-Lまで低下する。第１ノードＮＤ1の電位も、第２ノードＮＤ2の電位変化
に倣って低下する。
【０１５１】
　　［期間－ＴＰ（２）4A］（図１０、図１１の（Ｃ）参照）
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　そして、現表示フレームにおける第ｍ番目の水平走査期間Ｈmが開始する。この［期間
－ＴＰ（２）4A］において、工程（ｇ）、即ち、上述した第２の前処理を行う。
【０１５２】
　水平走査期間Ｈmにおける初期化期間の始期及び終期は、それぞれ、［期間－ＴＰ（２
）4A］の始期、及び、［期間－ＴＰ（２）4B］の終期に一致するとする。また、水平走査
期間Ｈmにおける映像信号期間の始期及び終期は、それぞれ、後述する［期間－ＴＰ（２
）5］の始期、及び、［期間－ＴＰ（２）6］の終期に一致するとする。［期間－ＴＰ（２
）4A］の始期において、走査線ＳＣＬからの信号により書込みトランジスタＴＲWをオン
状態とし、オン状態の書込みトランジスタＴＲWを介してデータ線ＤＴＬから第１ノード
ＮＤ1に第１ノード初期化電圧ＶOfsを印加して第１ノードＮＤ1の電位を初期化する。ま
た、電源部１００から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に第２ノー
ド初期化電圧ＶCC-Lを印加して第２ノードＮＤ2の電位を初期化する。
【０１５３】
　その結果、第１ノードＮＤ1の電位は、ＶOfs（０ボルト）となる。電源部１００から第
２ノード初期化電圧ＶCC-Lを第２ノードＮＤ2に印加しているので、第２ノードＮＤ2の電
位はＶCC-L（－１０ボルト）を保持する。
【０１５４】
　実施例１において図７の［期間－ＴＰ（２）2］について説明したと同様に、第１ノー
ドＮＤ1と第２ノードＮＤ2との間の電位差は１０ボルトであり、駆動トランジスタＴＲD

の閾値電圧Ｖthは３ボルトであるので、駆動トランジスタＴＲDはオン状態である。尚、
第２ノードＮＤ2と発光部ＥＬＰに備えられたカソード電極との間の電位差は－１０ボル
トであり、発光部ＥＬＰの閾値電圧Ｖth-ELを超えない。これにより、第１ノードＮＤ1の
電位及び第２ノードＮＤ2の電位を初期化する第２の前処理が完了する。
【０１５５】
　そして、［期間－ＴＰ（２）4A］の終期において、上述した工程（ｈ）を行う。具体的
には、電源部１００の電圧を第２ノード初期化電圧ＶCC-Lから駆動電圧ＶCC-Hに切り替え
、電源部１００から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧ＶC

C-Hを印加した状態を維持する。
【０１５６】
　　［期間－ＴＰ（２）4B］（図１０、図１１の（Ｄ）及び（Ｅ）参照）
　この［期間－ＴＰ（２）4B］において、工程（ｉ）、即ち、上述した第２の閾値電圧キ
ャンセル処理を行う。実施例２にあっては、［期間－ＴＰ（２）4B］において書込みトラ
ンジスタＴＲWのオン状態を維持する。
【０１５７】
　［期間－ＴＰ（２）4B］において、第１ノードＮＤ1の電位は変化しないが（ＶOfs＝０
ボルトを維持）、第１ノードＮＤ1の電位から駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを減
じた電位に向かって、第２ノードＮＤ2の電位は変化する。即ち、浮遊状態の第２ノード
ＮＤ2の電位が（ＶOfs－Ｖth＝－３ボルト）に近づき、最終的に（ＶOfs－Ｖth）となる
。以て、第１ノード初期化電圧ＶOfsから駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを減じた
電位に達するまで第２ノードＮＤ2の電位を変化させて駆動トランジスタＴＲDをオフ状態
とする第２の閾値電圧キャンセル処理を行う。
【０１５８】
　　［期間－ＴＰ（２）5］（図１０）
　この［期間－ＴＰ（２）5］の始期において、走査線ＳＣＬからの信号により書込みト
ランジスタＴＲWをオフ状態とする。この期間の動作は、実施例１において図７及び図９
の（Ｂ）を参照して説明した［期間－ＴＰ（２）5］の動作と実質的に同様であるので、
説明を省略する。
【０１５９】
　　［期間－ＴＰ（２）6］（図１０）
　この期間内に、工程（ｅ）、即ち、上述した書込み処理を行う。この期間の動作は、実
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施例１において図７及び図９の（Ｃ）を参照して説明した［期間－ＴＰ（２）6］の動作
と同様である。即ち、走査線ＳＣＬからの信号により書込みトランジスタＴＲWをオン状
態とする。そして、書込みトランジスタＴＲWを介して、データ線ＤＴＬから映像信号ＶS

ig_mを第１ノードＮＤ1に印加する。その結果、第１ノードＮＤ1の電位はＶSig_mへと上
昇する。駆動トランジスタＴＲDはオン状態である。尚、場合によっては、［期間－ＴＰ
（２）5］において書込みトランジスタＴＲWをオン状態とする構成とすることもできる。
この構成にあっては、［期間－ＴＰ（２）5］においてデータ線ＤＴＬの電圧が第１ノー
ド初期化電圧ＶOfsから映像信号ＶSig_mに切り替わると直ちに書込み処理が開始される。
【０１６０】
　　［期間－ＴＰ（２）7］（図１０）
　この［期間－ＴＰ（２）7］において、工程（ｆ）を行う。この期間の動作は、実施例
１において図７及び図９の（Ｄ）を参照して説明した［期間－ＴＰ（２）7］の動作と同
様である。
【０１６１】
　即ち、駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に電源部１００から駆動
電圧ＶCC-Hが印加された状態を維持した状態で、走査回路１０１の動作に基づき走査線Ｓ
ＣＬをローレベルとし、書込みトランジスタＴＲWをオフ状態とし、第１ノードＮＤ1、即
ち、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極を浮遊状態とする。従って、以上の結果として
、第２ノードＮＤ2の電位は上昇する。
【０１６２】
　その結果、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極とソース領域として働く他方のソース
／ドレイン領域との間の電位差Ｖgsは、上記の式（４）の値を保持する。
【０１６３】
　また、第２ノードＮＤ2の電位が上昇し、（Ｖth-EL＋ＶCat）を超えるので、発光部Ｅ
ＬＰは発光を開始する。このとき、発光部ＥＬＰを流れる電流は、駆動トランジスタＴＲ

Dのドレイン領域からソース領域へと流れるドレイン電流Ｉdsであるので、上記の式（５
）で与えられる。
【０１６４】
　そして、発光部ＥＬＰの発光状態を、［期間－ＴＰ（２）7］の終期まで継続する。具
体的には、［期間－ＴＰ（２）7］の終期まで、電源部１００から駆動トランジスタＴＲD

の一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧ＶCC-Hを印加した状態を維持する。
【０１６５】
　そして、［期間－ＴＰ（２）8］の始期において、電源部１００から供給される電圧を
駆動電圧ＶCC-Hから第２ノード初期化電圧ＶCC-Lに切り替える。この［期間－ＴＰ（２）

8］は、例えば次のフレームにおける第（ｍ－Ｐ）番目の水平走査期間Ｈm-Pの始期の直前
の期間である。［期間－ＴＰ（２）8］は、例えば次のフレームにおける［期間－ＴＰ（
２）0］に対応する。［期間－ＴＰ（２）+1］以降においては、上述した［期間－ＴＰ（
２）1］乃至［期間－ＴＰ（２）8］において説明したと同様の工程をくり返して行う。
【０１６６】
　実施例１において説明したと同様に、図１０を参照して説明した実施例２の駆動方法に
あっては、非発光期間は［期間－ＴＰ（２）0］乃至［期間－ＴＰ（２）6］であり、発光
期間は［期間－ＴＰ（２）7］となる。そして、非発光期間の大部分を構成する［期間－
ＴＰ（２）3A］においては、発光部ＥＬＰには｜（ＶOfs－Ｖth）－ＶCat｜といった値の
逆方向電圧が印加された状態にある。即ち、上述した例では、３ボルトの逆方向電圧が継
続して発光部ＥＬＰに印加される。そして、実施例２の駆動方法にあっては、｜ＶCC-L－
ＶCat｜といった値の逆方向電圧が印加されるのは、［期間－ＴＰ（２）0］及び［期間－
ＴＰ（２）1］、並びに、［期間－ＴＰ（２）3B］及び［期間－ＴＰ（２）4A］の期間内
に限られる。
【０１６７】
　従って、実施例１において説明したと同様に、非発光期間において絶対値が大きい逆方
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向電圧が発光部ＥＬＰに印加される期間が占める割合を小さくすることができ、また、非
発光期間の大部分において発光部ＥＬＰに印加される逆方向電圧の絶対値を小さくするこ
とができる。これにより、発光部ＥＬＰの劣化を軽減することができる。
【０１６８】
　更に、実施例２の駆動方法における特有の効果について説明する。実施例１にあっては
、［期間－ＴＰ（２）3］の始期における第２ノードＮＤ2の電位は（ＶOfs－Ｖth＝－３
ボルト）であり、発光部ＥＬＰの両端には、｜（ＶOfs－Ｖth）－ＶCat｜、即ち絶対値で
３ボルトの逆方向電圧が印加された状態にある。従って、発光部ＥＬＰの逆方向電流が充
分小さければ、［期間－ＴＰ（２）3］の終期まで、第２ノードＮＤ2の電位は（ＶOfs－
Ｖth＝－３ボルト）を維持する。
【０１６９】
　しかしながら、発光部ＥＬＰの逆方向電流が無視できない場合には、［期間－ＴＰ（２
）3］の間、第２ノードＮＤ2の電位は上昇する。この場合には、実施例１にあっては、第
２ノードＮＤ2の電位が変動した状態で工程（ｅ）、即ち、書込み処理を行うことになり
、表示すべき画像の輝度が変動するといった問題が生ずる。
【０１７０】
　実施例２の駆動方法にあっては、書込み処理を行う直前に第２の閾値電圧キャンセル処
理を行う。これにより、例え［期間－ＴＰ（２）3A］の間において第２ノードＮＤ2の電
位が変動したとしても、書込み処理の直前に第２ノードＮＤ2の電位は（ＶOfs－Ｖth＝－
３ボルト）に再度設定される。従って、［期間－ＴＰ（２）3A］の間において第２ノード
ＮＤ2の電位が変動しても、表示すべき画像の輝度に影響を与えることがないといった利
点を有する。
【実施例３】
【０１７１】
　実施例３も、本発明の第１の態様に係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法に関する。実施例
３も、実施例１の変形である。
【０１７２】
　実施例３の駆動方法においても、実施例１において説明した工程（ａ）乃至（ｆ）を行
う。但し、実施例３の駆動方法にあっては、初期化期間において、信号出力回路１０２は
、第１ノード初期化電圧として第１初期化電圧をデータ線ＤＴＬに印加し、次いで、第１
初期化電圧に替えて、第１初期化電圧より低い第２初期化電圧を第１ノード初期化電圧と
してデータ線ＤＴＬに印加する点が相違する。
【０１７３】
　以下の説明において、電圧の値を以下のとおりとするが、これは、あくまでも説明のた
めの値であり、これらの値に限定されるものではない。
ＶOfs1　：第１初期化電圧
　　　 　・・・０ボルト
ＶOfs2　：第２初期化電圧
　　　 　・・・－２ボルト
【０１７４】
　実施例３の駆動方法について説明する。実施例３に係る発光部ＥＬＰの駆動のタイミン
グチャートを模式的に図１２に示し、各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に図１
３の（Ａ）乃至（Ｆ）に示す。
【０１７５】
　説明の便宜のため、図１２に示す［期間－ＴＰ（２）1］の始期は、第（ｍ－Ｐ）番目
の水平走査期間Ｈm-Pにおける初期化期間（図１２において、データ線ＤＴＬの電位がＶO

fs1又はＶOfs2である期間）の始期に一致するとする。同様に、［期間－ＴＰ（２）2B］
の終期は、水平走査期間Ｈm-Pにおける初期化期間の終期に一致するとする。また、［期
間－ＴＰ（２）3］の始期は、水平走査期間Ｈm-Pにおける映像信号期間（図１２において
、データ線ＤＴＬの電位がＶSig_m-Pである期間）の始期に一致するとする。
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【０１７６】
　更には、水平走査期間Ｈm-Pにおける初期化期間において、信号出力回路１０２が第１
ノード初期化電圧として第１初期化電圧ＶOfs1をデータ線ＤＴＬに印加する期間は、［期
間－ＴＰ（２）1］の始期から［期間－ＴＰ（２）2A］の終期までの期間と一致するとす
る。同様に、信号出力回路１０２が第１ノード初期化電圧として第２初期化電圧ＶOfs2を
データ線ＤＴＬに印加する期間は、［期間－ＴＰ（２）2B］と一致するとする。
【０１７７】
　　［期間－ＴＰ（２）-1］（図１２参照）
　この期間の動作は、実施例１において図７及び図８の（Ａ）を参照して説明した［期間
－ＴＰ（２）-1］の動作と同様であるので、説明を省略する。
【０１７８】
　　［期間－ＴＰ（２）0］（図１２、図１３の（Ａ）参照）
　この期間の動作は、実施例１において図７及び図８の（Ｂ）を参照して説明した［期間
－ＴＰ（２）0］の動作と同様である。この［期間－ＴＰ（２）0］は、第（ｍ－Ｐ）番目
の水平走査期間Ｈm-Pの始期の直前の期間である。この［期間－ＴＰ（２）0］において、
第（ｎ，ｍ）番目の有機ＥＬ表示素子１０は非発光状態となる。電源部１００から供給さ
れる電圧を駆動電圧ＶCC-Hから第２ノード初期化電圧ＶCC-Lに切り替える。その結果、第
２ノードＮＤ2の電位はＶCC-Lまで低下し、発光部ＥＬＰのアノード電極とカソード電極
との間に逆方向電圧が印加され、発光部ＥＬＰは非発光状態となる。また、第２ノードＮ
Ｄ2の電位低下に倣うように、浮遊状態の第１ノードＮＤ1（駆動トランジスタＴＲDのゲ
ート電極）の電位も低下する。
【０１７９】
　　［期間－ＴＰ（２）1］（図１２、図１３の（Ｂ）参照）
　そして、現表示フレームにおける第（ｍ－Ｐ）番目の水平走査期間Ｈm-Pが開始する。
この［期間－ＴＰ（２）1］において、工程（ａ）、即ち、上述した前処理を行う。この
期間の動作は、実質的に、実施例１において図７及び図８の（Ｃ）を参照して説明した［
期間－ＴＰ（２）1］の動作と同様である。
【０１８０】
　即ち、［期間－ＴＰ（２）1］の始期において、走査線ＳＣＬからの信号により書込み
トランジスタＴＲWをオン状態とし、オン状態の書込みトランジスタＴＲWを介してデータ
線ＤＴＬから第１ノードＮＤ1に第１ノード初期化電圧としての第１初期化電圧ＶOfs1を
印加して第１ノードＮＤ1の電位を初期化する。また、電源部１００から駆動トランジス
タＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に第２ノード初期化電圧ＶCC-Lを印加して第２ノ
ードＮＤ2の電位を初期化する。これにより、第１ノードＮＤ1の電位及び第２ノードＮＤ

2の電位を初期化する前処理が完了する。
【０１８１】
　そして、［期間－ＴＰ（２）1］の終期において、工程（ｂ）を行う。具体的には、電
源部１００の電圧を第２ノード初期化電圧ＶCC-Lから駆動電圧ＶCC-Hに切り替え、電源部
１００から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧ＶCC-Hを印
加した状態を維持する。
【０１８２】
　　［期間－ＴＰ（２）2A］（図１２、図１３の（Ｃ）及び（Ｄ）参照）
　この［期間－ＴＰ（２）2A］において、工程（ｃ）、即ち、上述した閾値電圧キャンセ
ル処理を行う。この期間の動作は、実質的に、実施例１において図７、図８の（Ｄ）及び
（Ｅ）を参照して説明した［期間－ＴＰ（２）2］の動作と同様である。
【０１８３】
　実施例３にあっては、［期間－ＴＰ（２）2A］及び後述する［期間－ＴＰ（２）2B］に
おいて書込みトランジスタＴＲWのオン状態を維持する。
【０１８４】
　この［期間－ＴＰ（２）2A］において、第１ノードＮＤ1の電位は変化しないが（ＶOfs
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1＝０ボルトを維持）、第１ノードＮＤ1の電位から駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖt

hを減じた電位に向かって、第２ノードＮＤ2の電位は変化する。即ち、浮遊状態の第２ノ
ードＮＤ2の電位が（ＶOfs1－Ｖth＝－３ボルト）に近づき、最終的に（ＶOfs1－Ｖth）
となる。以て、第１ノード初期化電圧としての第１初期化電圧ＶOfs1から駆動トランジス
タＴＲDの閾値電圧Ｖthを減じた電位に達するまで第２ノードＮＤ2の電位を変化させて駆
動トランジスタＴＲDをオフ状態とする閾値電圧キャンセル処理を行う。
【０１８５】
　　［期間－ＴＰ（２）2B］（図１２、図１３の（Ｅ）参照）
　この期間の始期において、信号出力回路１０２は、第１初期化電圧ＶOfs1に替えて、第
１初期化電圧ＶOfs1より低い第２初期化電圧ＶOfs2を第１ノード初期化電圧としてデータ
線ＤＴＬに印加する。第１ノードＮＤ1の電位は（ＶOfs1＝０ボルト）から、（ＶOfs2＝
－２ボルト）に変化する。上述したように、第１ノードＮＤ1の電位変化により生ずる第
２ノードＮＤ2の電位変化は小さいので、第２ノードＮＤ1の電位は（ＶOfs1－Ｖth）を維
持する。駆動トランジスタＴＲDのゲート電極とソース領域として働く他方のソース／ド
レイン領域との間の電位差Ｖgsは、以下の式（６）で表される。
【０１８６】
Ｖgs＝ＶOfs2－（ＶOfs1－Ｖth）　　　（６）
【０１８７】
　次いで、［期間－ＴＰ（２）3］乃至［期間－ＴＰ（２）5］において、駆動トランジス
タＴＲDのオフ状態を維持する（上述した工程（ｄ））。以下、各期間毎に説明する。
【０１８８】
　　［期間－ＴＰ（２）3］（図１２、図１３の（Ｆ）参照）
　この期間の動作は、基本的には、実施例１において図７、図８の（Ｆ）を参照して説明
した［期間－ＴＰ（２）3］の動作と同様である。［期間－ＴＰ（２）3］において書込み
トランジスタＴＲWをオフ状態に切り替える。駆動トランジスタＴＲDはオフ状態を維持し
、第１ノードＮＤ1の電位及び第２ノードＮＤ2の電位は変化しない。
【０１８９】
　　［期間－ＴＰ（２）4］（図１２参照）
　この［期間－ＴＰ（２）4］から、第ｍ番目の水平走査期間が開始する。この期間の動
作は、基本的には、実施例１において図７、図９の（Ａ）を参照して説明した［期間－Ｔ
Ｐ（２）4］の動作と同様である。データ線ＤＴＬには第１ノード初期化電圧として第１
初期化電圧ＶOfs1が印加され、次いで、第１初期化電圧ＶOfs1に替えて第２初期化電圧Ｖ

Ofs2が印加される。駆動トランジスタＴＲDはオフ状態を維持し、第１ノードＮＤ1の電位
及び第２ノードＮＤ2の電位は変化しない。
【０１９０】
　　［期間－ＴＰ（２）5］（図１２参照）
　この期間の動作は、基本的には、実施例１において図７、図９の（Ｂ）を参照して説明
した［期間－ＴＰ（２）5］の動作と同様である。この［期間－ＴＰ（２）5］の始期にお
いて、データ線ＤＴＬに印加される電圧が、第２初期化電圧ＶOfs2から映像信号ＶSig_m

に切り替わる。駆動トランジスタＴＲDはオフ状態を維持し、第１ノードＮＤ1の電位及び
第２ノードＮＤ2の電位は変化しない。
【０１９１】
　実施例１において説明したと同様に、上述した［期間－ＴＰ（２）3］乃至［期間－Ｔ
Ｐ（２）5］においても、第（ｎ，ｍ）番目の有機ＥＬ表示素子１０は非発光状態を維持
する。これらの期間の間、発光部ＥＬＰには｜（ＶOfs1－Ｖth）－ＶCat｜といった値の
逆方向電圧が印加された状態にある。即ち、上述した例では、３ボルトの逆方向電圧が継
続して発光部ＥＬＰに印加される。
【０１９２】
　　［期間－ＴＰ（２）6］（図１２参照）
　この期間内に、工程（ｅ）、即ち、上述した書込み処理を行う。この期間の動作は、実
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施例１において図７、図９の（Ｃ）を参照して説明した［期間－ＴＰ（２）6］の動作と
同様である。即ち、走査線ＳＣＬからの信号により書込みトランジスタＴＲWをオン状態
とする。そして、書込みトランジスタＴＲWを介して、データ線ＤＴＬから映像信号ＶSig

_mを第１ノードＮＤ1に印加する。その結果、第１ノードＮＤ1の電位はＶSig_mへと上昇
する。駆動トランジスタＴＲDはオン状態である。尚、場合によっては、［期間－ＴＰ（
２）4］及び［期間－ＴＰ（２）5］において書込みトランジスタＴＲWをオン状態とする
構成とすることもできる。この構成にあっては、［期間－ＴＰ（２）5］においてデータ
線ＤＴＬの電圧が第２初期化電圧ＶOfs2から映像信号ＶSig_mに切り替わると直ちに書込
み処理が開始される。
【０１９３】
　尚、実施例１において説明したと同様に、実施例３の駆動方法においても、駆動トラン
ジスタＴＲDの特性に応じて駆動トランジスタＴＲDの他方のソース／ドレイン領域の電位
（即ち、第２ノードＮＤ2の電位）を上昇させる移動度補正処理が併せて行われる。図１
２に示す第２ノードＮＤ2の電位補正値ΔＶは、図４を参照して説明したと同様であるの
で、説明を省略する。
【０１９４】
　　［期間－ＴＰ（２）7］（図１２参照）
　以上の操作によって、閾値電圧キャンセル処理、書込み処理、移動度補正処理が完了す
る。その後、この［期間－ＴＰ（２）7］において、工程（ｆ）を行う。この期間の動作
は、基本的には、実施例１において図７、図９の（Ｄ）を参照して説明した［期間－ＴＰ
（２）7］の動作と同様である。即ち、駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン
領域に電源部１００から駆動電圧ＶCC-Hが印加された状態を維持した状態で、走査回路１
０１の動作に基づき走査線ＳＣＬをローレベルとし、書込みトランジスタＴＲWをオフ状
態とし、第１ノードＮＤ1、即ち、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極を浮遊状態とする
。従って、以上の結果として、第２ノードＮＤ2の電位は上昇する。
【０１９５】
　ここで、上述したとおり、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極は浮遊状態にあり、し
かも、容量部Ｃ1が存在するが故に、所謂ブートストラップ回路におけると同様の現象が
駆動トランジスタＴＲDのゲート電極に生じ、第１ノードＮＤ1の電位も上昇する。その結
果、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極とソース領域として働く他方のソース／ドレイ
ン領域との間の電位差Ｖgsは、下記の式（４’）の値を保持する。
【０１９６】
Ｖgs≒ＶSig_m－（ＶOfs1－Ｖth）－ΔＶ　　　（４’）
【０１９７】
　また、第２ノードＮＤ2の電位が上昇し、（Ｖth-EL＋ＶCat）を超えるので、発光部Ｅ
ＬＰは発光を開始する。このとき、発光部ＥＬＰを流れる電流は、駆動トランジスタＴＲ

Dのドレイン領域からソース領域へと流れるドレイン電流Ｉdsであるので、下記の式（５
’）で与えられる。
【０１９８】
Ｉds＝ｋ・μ・（ＶSig_m－ＶOfs1－ΔＶ）2　　（５’）
【０１９９】
　そして、発光部ＥＬＰの発光状態を、［期間－ＴＰ（２）7］の終期まで継続する。具
体的には、［期間－ＴＰ（２）7］の終期まで、電源部１００から駆動トランジスタＴＲD

の一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧ＶCC-Hを印加した状態を維持する。
【０２００】
　そして、［期間－ＴＰ（２）8］の始期において、電源部１００から供給される電圧を
駆動電圧ＶCC-Hから第２ノード初期化電圧ＶCC-Lに切り替える。この［期間－ＴＰ（２）

8］は、例えば次のフレームにおける第（ｍ－Ｐ）番目の水平走査期間Ｈm-Pの始期の直前
の期間である。［期間－ＴＰ（２）8］は、例えば次のフレームにおける［期間－ＴＰ（
２）0］に対応する。［期間－ＴＰ（２）+1］以降においては、上述した［期間－ＴＰ（
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２）1］乃至［期間－ＴＰ（２）8］において説明したと同様の工程をくり返して行う（図
１２参照）。
【０２０１】
　実施例１において説明したと同様に、図１２を参照して説明した実施例３の駆動方法に
あっては、非発光期間は［期間－ＴＰ（２）0］乃至［期間－ＴＰ（２）6］であり、発光
期間は［期間－ＴＰ（２）7］となる。そして、非発光期間の大部分を構成する［期間－
ＴＰ（２）3］乃至［期間－ＴＰ（２）5］においては、発光部ＥＬＰには｜（ＶOfs1－Ｖ

th）－ＶCat｜といった値の逆方向電圧が印加された状態にある。即ち、上述した例では
、３ボルトの逆方向電圧が継続して発光部ＥＬＰに印加される。そして、実施例３の駆動
方法においても、｜ＶCC-L－ＶCat｜といった値の逆方向電圧が印加されるのは、［期間
－ＴＰ（２）0］及び［期間－ＴＰ（２）1］の期間内に限られる。
【０２０２】
　従って、実施例１において説明したと同様に、非発光期間において絶対値が大きい逆方
向電圧が発光部ＥＬＰに印加される期間が占める割合を小さくすることができ、また、非
発光期間の大部分において発光部ＥＬＰに印加される逆方向電圧の絶対値を小さくするこ
とができる。これにより、発光部ＥＬＰの劣化を軽減することができる。
【０２０３】
　更に、実施例３の駆動方法における特有の効果について説明する。実施例１の駆動方法
にあっては、図７に示す［期間－ＴＰ（２）3］の間、駆動トランジスタＴＲDのゲート電
極の電位は（ＶOfs＝０ボルト）である。これに対し、実施例３の駆動方法にあっては、
図１２に示す［期間－ＴＰ（２）3］の間、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極の電位は
（ＶOfs2＝－２ボルト）である。従って、実施例１に対し、［期間－ＴＰ（２）3］の間
における駆動トランジスタＴＲDのオフ抵抗の値を高くすることができる。これにより、
駆動トランジスタＴＲDのリーク等により生じうる［期間－ＴＰ（２）3］における第２ノ
ードＮＤ2及び第１ノードＮＤ1の電位変動をより低減することができるといった利点を有
する。
【実施例４】
【０２０４】
　実施例４も、本発明の第１の態様に係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法に関する。実施例
４も、実施例１の変形である。
【０２０５】
　実施例４の駆動方法においても、実施例１において説明した工程（ａ）乃至（ｆ）を行
う。但し、実施例４の駆動方法にあっては、前期工程（ａ）を水平走査期間Ｈm-Pよりも
先行する水平走査期間における初期化期間に行う点が相違する。
【０２０６】
　一般的に、有機ＥＬ表示装置の画素数が増加すると、各行に割り振られる水平走査期間
の長さは短くなる。従って、有機ＥＬ表示装置の仕様によっては、１水平走査期間におけ
る初期化期間だけでは、工程（ｃ）、即ち、閾値電圧キャンセル処理を完了することがで
きない。このような場合には、工程（ａ）を水平走査期間Ｈm-Pに先行する水平走査期間
における初期化期間に行い、引き続き、複数の水平走査期間に亙り所定の動作を行うこと
により、閾値電圧キャンセル処理を完了することができる。
【０２０７】
　以下の説明においては、工程（ａ）を、水平走査期間Ｈm-Pよりも１水平走査期間分先
行する水平走査期間において行うとして説明する。具体的には、第（ｍ－Ｐ－１）番目の
水平走査期間Ｈm-P-1における初期化期間において、工程（ａ）を行う。
【０２０８】
　実施例４の駆動方法について説明する。実施例４に係る発光部ＥＬＰの駆動のタイミン
グチャートを模式的に図１４に示し、各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に図１
５の（Ａ）乃至（Ｅ）に示す。
【０２０９】
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　　［期間－ＴＰ（２）-1］（図１４参照）
　この期間の動作は、終期が１水平走査期間先行する点が相違する他は、実施例１におい
て図７及び図８の（Ａ）を参照して説明した［期間－ＴＰ（２）-1］の動作と同様である
ので、説明を省略する。
【０２１０】
　　［期間－ＴＰ（２）0］（図１４参照）
　この期間の動作は、第（ｍ－Ｐ－１）番目の水平走査期間Ｈm-P-1の始期の直前の期間
である点が相違する他は、実施例１において図７及び図８の（Ｂ）を参照して説明した［
期間－ＴＰ（２）0］の動作と同様であるので、説明を省略する。
【０２１１】
　　［期間－ＴＰ（２）1］（図１４参照）
　そして、現表示フレームにおける第（ｍ－Ｐ－１）番目の水平走査期間Ｈm-P-1が開始
する。この［期間－ＴＰ（２）1］において、工程（ａ）、即ち、上述した前処理を行う
。この期間の動作は、第（ｍ－Ｐ－１）番目の水平走査期間における初期化期間における
動作である点が相違する他は、実質的に、実施例１において図７及び図８の（Ｃ）を参照
して説明した［期間－ＴＰ（２）1］の動作と同様である。
【０２１２】
　即ち、［期間－ＴＰ（２）1］の始期において、走査線ＳＣＬからの信号により書込み
トランジスタＴＲWをオン状態とし、オン状態の書込みトランジスタＴＲWを介してデータ
線ＤＴＬから第１ノードＮＤ1に第１ノード初期化電圧ＶOfsを印加して第１ノードＮＤ1

の電位を初期化する。また、電源部１００から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／
ドレイン領域に第２ノード初期化電圧ＶCC-Lを印加して第２ノードＮＤ2の電位を初期化
する。これにより、第１ノードＮＤ1の電位及び第２ノードＮＤ2の電位を初期化する前処
理が完了する。
【０２１３】
　そして、後述する［期間－ＴＰ（２）2］乃至［期間－ＴＰ（２）3B］に亙って上述し
た閾値電圧キャンセル処理を行う。
【０２１４】
　具体的には、初期化期間において書込みトランジスタＴＲWがオン状態となり、且つ、
映像信号期間において書込みトランジスタＴＲWがオフ状態となるように、水平走査期間
Ｈm-Pの終期まで走査回路１０１の動作に基づいて書込みトランジスタＴＲWのオン状態と
オフ状態を制御する。実施例４にあっては、［期間－ＴＰ（２）2］において書込みトラ
ンジスタＴＲWのオン状態を維持する。次いで、［期間－ＴＰ（２）3A］において書込み
トランジスタＴＲWをオフ状態に切り替える。その後、［期間－ＴＰ（２）3B］において
書込みトランジスタＴＲWをオン状態に切り替えて維持する。次いで、［期間－ＴＰ（２
）3C］において書込みトランジスタＴＲWをオフ状態に切り替える。上述した各期間の動
作について説明する。
【０２１５】
　　［期間－ＴＰ（２）2］（図１４、図１５の（Ａ）参照）
　この［期間－ＴＰ（２）2］が充分長ければ、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極と他
方のソース／ドレイン領域との間の電位差がＶthに達し、駆動トランジスタＴＲDはオフ
状態となる。即ち、浮遊状態の第２ノードＮＤ2の電位が（ＶOfs－Ｖth＝－３ボルト）に
近づき、最終的に（ＶOfs－Ｖth）となる。しかしながら、実施例４における［期間－Ｔ
Ｐ（２）2］の長さは、第２ノードＮＤ2の電位を充分変化させるには足りない長さであり
、［期間－ＴＰ（２）2］の終期において、第２ノードＮＤ2の電位は、ＶCC-L＜ＶA＜（
ＶOfs－Ｖth）という関係を満たす或る電位ＶAに達する。
【０２１６】
　　［期間－ＴＰ（２）3A］（図１４、図１５の（Ｂ）参照）
　この［期間－ＴＰ（２）3A］の始期において、データ線ＤＴＬの電圧が第１ノード初期
化電圧ＶOfsから映像信号ＶSig_m-P-1に切り替わる。第１ノードＮＤ1に映像信号ＶSig_m
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-P-1が印加されるのを避けるため、この［期間－ＴＰ（２）3A］の始期において、走査線
ＳＣＬからの信号により書込みトランジスタＴＲWをオフ状態とする。その結果、駆動ト
ランジスタＴＲDのゲート電極（即ち、第１ノードＮＤ1）は浮遊状態となる。
【０２１７】
　電源部１００から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧ＶC

C-Hが印加されているので、第２ノードＮＤ2の電位は、電位ＶAから或る電位ＶBに上昇す
る。一方、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極は浮遊状態であり、容量部Ｃ1が存在する
が故に、ブートストラップ動作が駆動トランジスタＴＲDのゲート電極に生ずる。従って
、第１ノードＮＤ1の電位は、第２ノードＮＤ2の電位変化に倣って上昇する。
【０２１８】
　　［期間－ＴＰ（２）3B］（図１４、図１５の（Ｃ）及び（Ｄ）参照）
　この［期間－ＴＰ（２）3B］の始期において、データ線ＤＴＬの電圧が映像信号ＶSig_

m-P-1から第１ノード初期化電圧ＶOfsに切り替わる。この［期間－ＴＰ（２）3B］の始期
において、走査線ＳＣＬからの信号により書込みトランジスタＴＲWをオン状態とする。
その結果、駆動トランジスタＴＲDのゲート電極（即ち、第１ノードＮＤ1）の電位はＶOf

sに低下すると共に、第２ノードＮＤ2の電位も上述した電位ＶAに低下した後、第１ノー
ドＮＤ1の電位から駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを減じた電位に向かって、第２
ノードＮＤ2の電位は変化する。即ち、浮遊状態の第２ノードＮＤ2の電位が上昇し、最終
的に（ＶOfs－Ｖth）となる。以て、第１ノード初期化電圧ＶOfsから駆動トランジスタＴ
ＲDの閾値電圧Ｖthを減じた電位に達するまで第２ノードＮＤ2の電位を変化させて駆動ト
ランジスタＴＲDをオフ状態とする閾値電圧キャンセル処理が完了する。
【０２１９】
　次いで、［期間－ＴＰ（２）3C］乃至［期間－ＴＰ（２）5］において、駆動トランジ
スタＴＲDのオフ状態を維持する（上述した工程（ｄ））。以下、各期間毎に説明する。
【０２２０】
　　［期間－ＴＰ（２）3C］及び（図１４、図１５の（Ｅ）参照）
　この期間の動作は、実施例１において図７、図８の（Ｆ）を参照して説明した［期間－
ＴＰ（２）3］の動作と同様である。［期間－ＴＰ（２）3C］において書込みトランジス
タＴＲWをオフ状態に切り替える。駆動トランジスタＴＲDはオフ状態を維持し、第１ノー
ドＮＤ1の電位及び第２ノードＮＤ2の電位は変化しない。
【０２２１】
　　［期間－ＴＰ（２）4］（図１４参照）
　この［期間－ＴＰ（２）4］から、第ｍ番目の水平走査期間が開始する。この期間の動
作は、実施例１において図７、図９の（Ａ）を参照して説明した［期間－ＴＰ（２）4］
の動作と同様である。データ線ＤＴＬには第１ノード初期化電圧ＶOfsが印加される。駆
動トランジスタＴＲDはオフ状態を維持し、第１ノードＮＤ1の電位及び第２ノードＮＤ2

の電位は変化しない。
【０２２２】
　　［期間－ＴＰ（２）5］（図１４参照）
　この期間の動作は、実施例１において図７、図９の（Ｂ）を参照して説明した［期間－
ＴＰ（２）5］の動作と同様である。この［期間－ＴＰ（２）5］の始期において、データ
線ＤＴＬに印加される電圧が、第１ノード初期化電圧ＶOfsから映像信号ＶSig_mに切り替
わる。駆動トランジスタＴＲDはオフ状態を維持し、第１ノードＮＤ1の電位及び第２ノー
ドＮＤ2の電位は変化しない。
【０２２３】
　［期間－ＴＰ（２）6］以降の動作は、期間［期間－ＴＰ（２）7］の終期が１水平走査
期間分先になる点が相違する他、実施例１において説明したと同様であるので、説明を省
略する。実施例４における駆動方法の効果は実施例１において説明したと同様であるので
説明を省略する。
【実施例５】
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【０２２４】
　実施例５は、本発明の第２の態様に係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法に関する。実施例
５にあっては、駆動回路１１は３トランジスタ／１容量部から構成されている（３Ｔｒ／
１Ｃ駆動回路）。実施例５に係る有機ＥＬ表示装置の概念図を図１６に示し、駆動回路１
１を含む有機ＥＬ表示素子１０の等価回路図を図１７に示す。
【０２２５】
　先ず、駆動回路や発光部の詳細について説明する。
【０２２６】
　３Ｔｒ／１Ｃ駆動回路も、上述した２Ｔｒ／１Ｃ駆動回路と同様に、書込みトランジス
タＴＲW、駆動トランジスタＴＲDの２つのトランジスタ、１つの容量部Ｃ1を備えている
。そして、３Ｔｒ／１Ｃ駆動回路においては、更に、第１トランジスタＴＲ1を備えてい
る。
【０２２７】
　　［駆動トランジスタＴＲD］
　駆動トランジスタＴＲDの構成は、実施例１において説明した駆動トランジスタＴＲDの
構成と同じであるので、詳細な説明は省略する。尚、実施例１においては、電源部１００
から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に電圧ＶCC-Lを印加すること
により、第２ノードＮＤ2の電位を初期化した。一方、実施例５においては、後述するよ
うに、第１トランジスタＴＲ1を用いて第２ノードＮＤ2の電位を初期化する。従って、実
施例５においては、第２ノードＮＤ2の電位の初期化のために、電源部１００から電圧ＶC

C-Lを印加する必要はない。以上の理由により、実施例５においては、電源部１００は一
定の電圧ＶCCを印加する。
【０２２８】
　　［書込みトランジスタＴＲW］
　書込みトランジスタＴＲWの構成は、実施例１において説明した書込みトランジスタＴ
ＲWの構成と同じであるので、詳細な説明は省略する。実施例１と同様に、信号出力回路
１０２からデータ線ＤＴＬを介して、発光部ＥＬＰにおける輝度を制御するための映像信
号（駆動信号、輝度信号）ＶSig、更には、第１ノード初期化電圧ＶOfsが、一方のソース
／ドレイン領域に供給される。
【０２２９】
　　［第１トランジスタＴＲ1］
　第１トランジスタＴＲ1においては、
　（Ｃ－１）他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードＮＤ2に接続されており、
　（Ｃ－２）一方のソース／ドレイン領域には、第２ノード初期化電圧ＶSSが印加され、
　（Ｃ－３）ゲート電極は、第１トランジスタ制御線ＡＺ１に接続されている。電圧ＶSS

については後述する。
【０２３０】
　第１トランジスタＴＲ1の導電型は特に限定するものではない。実施例５にあっては、
第１トランジスタＴＲ1は、例えばｎチャネル型トランジスタから構成されている。第１
トランジスタＴＲ1のオン状態／オフ状態は、第１トランジスタ制御線ＡＺ１からの信号
により制御される。より具体的には、第１トランジスタ制御線ＡＺ１は、第１トランジス
タ制御回路１０３に接続されている。そして、第１トランジスタ制御回路１０３の動作に
基づき、第１トランジスタ制御線ＡＺ１をローレベルあるいはハイレベルとし、第１トラ
ンジスタＴＲ1をオン状態あるいはオフ状態とする。
【０２３１】
　　［発光部ＥＬＰ］
　発光部ＥＬＰの構成は、実施例１において説明した発光部ＥＬＰの構成と同じであるの
で、詳細な説明は省略する。
【０２３２】
　次いで、実施例５における有機ＥＬ表示装置の駆動方法について説明する。
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【０２３３】
　以下の説明において、電圧ＶCCの値、及び、電圧ＶSSの値を以下のとおりとするが、こ
れは、あくまでも説明のための値であり、これらの値に限定されるものではない。
【０２３４】
ＶCC 　：発光部ＥＬＰに電流を流すための駆動電圧
　　　 　・・・２０ボルト
ＶSS 　：第２ノードＮＤ2の電位を初期化するための第２ノード初期化電圧
　　　 　・・・－１０ボルト
【０２３５】
　実施例５に係る発光部ＥＬＰの駆動のタイミングチャートを模式的に図１８に示し、各
トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に図１９の（Ａ）乃至（Ｆ）、及び、図２０の
（Ａ）乃至（Ｆ）に示す。
【０２３６】
　実施例５に係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法にあっては、第（ｎ，ｍ）番目の有機ＥＬ
表示素子１０において、
　（ａ）水平走査期間Ｈm_pre_Pの終期より前に位置する初期化期間に、走査回路１０１
の動作に基づいてオン状態とされた書込みトランジスタＴＲWを介してデータ線ＤＴＬか
ら第１ノードＮＤ1に第１ノード初期化電圧ＶOfsを印加して第１ノードＮＤ1の電位を初
期化し、第１トランジスタ制御線ＡＺ１からの信号によりオン状態とされた第１トランジ
スタＴＲ1を介して第２ノードＮＤ2に第２ノード初期化電圧ＶSSを印加して第２ノードＮ
Ｄ2の電位を初期化し、以て、第１ノードＮＤ1と第２ノードＮＤ2との間の電位差が駆動
トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを超え、且つ、第２ノードＮＤ2と発光部ＥＬＰに備え
られたカソード電極との間の電位差が発光部ＥＬＰの閾値電圧Ｖth-ELを超えないように
、第１ノードＮＤ1の電位及び第２ノードＮＤ2の電位を初期化する前処理を行い、次いで
、
　（ｂ）第１トランジスタ制御線ＡＺ１からの信号により第１トランジスタＴＲ1をオン
状態からオフ状態とし、
　（ｃ）走査回路１０１の動作に基づいて書込みトランジスタＴＲWを初期化期間におい
てオン状態とし、オン状態とされた書込みトランジスタＴＲWを介してデータ線ＤＴＬか
ら第１ノードＮＤ1に第１ノード初期化電圧ＶOfsを印加した状態で駆動電圧ＶCCを電源部
１００から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に印加し、以て、水平
走査期間Ｈm_pre_Pにおける初期化期間において第１ノード初期化電圧ＶOfsから駆動トラ
ンジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを減じた電位に達するまで第２ノードＮＤ2の電位を変化さ
せて駆動トランジスタＴＲDをオフ状態とする閾値電圧キャンセル処理を行い、次いで、
　（ｄ）走査回路１０１の動作に基づいて書込みトランジスタＴＲWをオフ状態とするこ
とにより第１ノードＮＤ1を浮遊状態とすると共に、駆動トランジスタＴＲDのオフ状態を
維持し、
　（ｅ）走査回路１０１の動作に基づいてオン状態とされた書込みトランジスタＴＲWを
介して、水平走査期間Ｈmにおける映像信号期間に、データ線ＤＴＬから映像信号ＶSigを
第１ノードＮＤ1に印加する書込み処理を行い、次いで、
　（ｆ）走査回路１０１の動作に基づいて書込みトランジスタＴＲWをオフ状態とするこ
とにより第１ノードＮＤ1を浮遊状態とし、電源部１００から駆動トランジスタＴＲDを介
して、第１ノードＮＤ1と第２ノードＮＤ2との間の電位差の値に応じた電流を発光部ＥＬ
Ｐに流す、
工程を備えている。後述する実施例６、実施例７、実施例８、実施例９及び実施例１０に
係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法においても同様である。
【０２３７】
　実施例１の有機ＥＬ表示装置の駆動方法に対して、実施例５の有機ＥＬ表示装置の駆動
方法は、電源部１００は一定の電圧ＶCCを印加し、第１トランジスタＴＲ1を用いて第２
ノードＮＤ2の電位を初期化する点が、主に相違する。図１８に示す［期間－ＴＰ（３）-
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1］乃至［期間－ＴＰ（３）+3］の各期間は、実施例１において参照した図７に示す［期
間－ＴＰ（２）-1］乃至［期間－ＴＰ（２）+3］の各期間に対応する。
【０２３８】
　実施例５の有機ＥＬ表示装置においても、各水平走査期間において、信号出力回路１０
２からデータ線ＤＴＬに、第１ノード初期化電圧ＶOfsを印加し、次いで、第１ノード初
期化電圧ＶOfsに替えて映像信号ＶSigを印加する。詳細は、実施例１において説明したと
同様である。各水平走査期間における初期化期間及び映像信号期間と、図１８に示す［期
間－ＴＰ（３）-1］乃至［期間－ＴＰ（３）+3］の各期間との関係は、実施例１において
図７に示す［期間－ＴＰ（２）-1］乃至［期間－ＴＰ（２）+3］について説明したと同様
であるので、説明を省略する。
【０２３９】
　　［期間－ＴＰ（３）-1］（図１８、図１９の（Ａ）参照）
　この［期間－ＴＰ（３）-1］は、例えば、前の表示フレームにおける動作であり、前回
の各種の処理完了後に第（ｎ，ｍ）番目の有機ＥＬ表示素子１０が発光状態にある期間で
ある。第１トランジスタＴＲ1がオフ状態である点が相違する他、この期間の動作は実質
的に、実施例１において説明した［期間－ＴＰ（２）-1］と同様である。
【０２４０】
　　［期間－ＴＰ（３）0］（図１８、図１９の（Ｂ）参照）
　この［期間－ＴＰ（３）0］は、例えば、前の表示フレームから現表示フレームに移行
する際の動作である。即ち、この［期間－ＴＰ（３）0］は、第（ｍ－Ｐ）番目の水平走
査期間Ｈm-Pの始期の直前の期間である。この［期間－ＴＰ（３）0］において、第（ｎ，
ｍ）番目の有機ＥＬ表示素子１０は非発光状態となる。［期間－ＴＰ（３）0］の始期に
おいて、第１トランジスタ制御線ＡＺ１からの信号により第１トランジスタＴＲ1をオン
状態とする。第２ノードＮＤ2には、オン状態の第１トランジスタＴＲ1を介して第２ノー
ド初期化電圧ＶSSが印加される。
【０２４１】
　第２ノードＮＤ2には、駆動トランジスタＴＲDを介して駆動電圧ＶCCも印加されている
。このため、第２ノードＮＤ2の電位は、電圧ＶSS及び電圧ＶCC、並びに、第１トランジ
スタＴＲ1のオン抵抗の値及び駆動トランジスタＴＲDのオン抵抗の値により定まる。ここ
で、第１トランジスタＴＲ1のオン抵抗が充分低いとすれば、第２ノードＮＤ2の電位は、
略ＶSSまで低下し、発光部ＥＬＰのアノード電極とカソード電極との間に逆方向電圧が印
加され、発光部ＥＬＰは非発光状態となる。また、第２ノードＮＤ2の電位低下に倣うよ
うに、浮遊状態の第１ノードＮＤ1（駆動トランジスタＴＲDのゲート電極）の電位も低下
する。以下、便宜のため、第１トランジスタＴＲ1がオン状態であるときは、第２ノード
ＮＤ2の電位はＶSSであるとして説明する。また、図１８においても、第１トランジスタ
ＴＲ1がオン状態であるときは、第２ノードＮＤ2の電位はＶSSであるとして表した。後述
する他の実施例において参照する図２１、図２３及び図２５においても同様である。
【０２４２】
　　［期間－ＴＰ（３）1］（図１８、図１９の（Ｃ）参照）
　そして、現表示フレームにおける第（ｍ－Ｐ）番目の水平走査期間Ｈm-Pが開始する。
この［期間－ＴＰ（３）1］において、工程（ａ）、即ち、上述した前処理を行う。この
［期間－ＴＰ（３）1］の始期において、走査線ＳＣＬからの信号により書込みトランジ
スタＴＲWをオン状態とし、オン状態の書込みトランジスタＴＲWを介してデータ線ＤＴＬ
から第１ノードＮＤ1に第１ノード初期化電圧ＶOfsを印加して第１ノードＮＤ1の電位を
初期化する。また、第１トランジスタ制御線ＡＺ１からの信号によりオン状態とされた第
１トランジスタＴＲ1を介して第２ノードＮＤ2に第２ノード初期化電圧ＶSSを印加して第
２ノードＮＤ2の電位を初期化する。以て、第１ノードＮＤ1と第２ノードＮＤ2との間の
電位差が駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを超え、且つ、第２ノードＮＤ2と発光部
ＥＬＰに備えられたカソード電極との間の電位差が発光部ＥＬＰの閾値電圧Ｖth-ELを超
えないように、第１ノードＮＤ1の電位及び第２ノードＮＤ2の電位を初期化する前処理を
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行う。
【０２４３】
　　［期間－ＴＰ（３）2］（図１８、図１９の（Ｄ）及び（Ｅ）参照）
　この［期間－ＴＰ（３）2］の始期において、第１トランジスタ制御線ＡＺ１からの信
号により第１トランジスタＴＲ1をオン状態からオフ状態とする（上述した工程（ｂ））
。尚、第１トランジスタＴＲ1のオフ状態を、後述する［期間－ＴＰ（３）7］の終期まで
維持する。
【０２４４】
　そして、この［期間－ＴＰ（３）2］において、工程（ｃ）、即ち、上述した閾値電圧
キャンセル処理を行う。走査回路１０１の動作に基づいて書込みトランジスタＴＲWを初
期化期間においてオン状態とし、オン状態とされた書込みトランジスタＴＲWを介してデ
ータ線ＤＴＬから第１ノードＮＤ1に第１ノード初期化電圧ＶOfsを印加した状態で駆動電
圧ＶCCを電源部１００から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に印加
する。実施例５にあっては、［期間－ＴＰ（３）2］において書込みトランジスタＴＲWの
オン状態を維持する。この期間の動作は、実質的に、実施例１において説明した［期間－
ＴＰ（２）2］と同様である。浮遊状態の第２ノードＮＤ2の電位が（ＶOfs－Ｖth＝－３
ボルト）に近づき、最終的に（ＶOfs－Ｖth）となる。以て、第１ノード初期化電圧ＶOfs

から駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを減じた電位に達するまで第２ノードＮＤ2の
電位を変化させる。駆動トランジスタＴＲDはオフ状態である。
【０２４５】
　次いで、［期間－ＴＰ（３）3］乃至［期間－ＴＰ（３）5］において、工程（ｄ）を行
う。この期間の動作は、実質的に、実施例１において［期間－ＴＰ（２）3］乃至［期間
－ＴＰ（２）5］について説明した動作と同様であるので、説明を省略する。図１９の（
Ｆ）、図２０の（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ、図８の（Ｆ）、図９の（Ａ）及び（Ｂ）
に対応する。
【０２４６】
　上述した［期間－ＴＰ（３）3］乃至［期間－ＴＰ（３）5］においても、第（ｎ，ｍ）
番目の有機ＥＬ表示素子１０は非発光状態を維持する。これらの期間の間、発光部ＥＬＰ
には｜（ＶOfs－Ｖth）－ＶCat｜といった値の逆方向電圧が印加された状態にある。即ち
、実施例１と同様に、３ボルトの逆方向電圧が継続して発光部ＥＬＰに印加される。
【０２４７】
　　［期間－ＴＰ（３）6］（図１８、図２０の（Ｃ）参照）
　この期間内に、工程（ｅ）、即ち、上述した書込み処理を行う。この期間の動作は、実
質的に、実施例１において［期間－ＴＰ（２）6］について説明した動作と同様であるの
で、説明を省略する。
【０２４８】
　　［期間－ＴＰ（３）7］（図１８、図２０の（Ｄ）参照）
　この期間内に、工程（ｆ）を行う。この期間の動作は、実質的に、実施例１において［
期間－ＴＰ（２）7］について説明した動作と同様であるので、説明を省略する。
【０２４９】
　実施例５の駆動方法においても、実施例１の駆動方法と同様に、非発光期間において絶
対値が大きい逆方向電圧が発光部ＥＬＰに印加される期間が占める割合を小さくすること
ができ、また、非発光期間の大部分において発光部ＥＬＰに印加される逆方向電圧の絶対
値を小さくすることができる。これにより、発光部ＥＬＰの劣化を軽減することができる
。
【実施例６】
【０２５０】
　実施例６も、本発明の第２の態様に係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法に関する。実施例
６は、実施例５の変形である。実施例５に対する実施例６の関係は、実施例１に対する実
施例２の関係と対応する。
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【０２５１】
　実施例６に係る有機ＥＬ表示装置の概念図は図１６と同様であり、駆動回路１１を含む
有機ＥＬ表示素子１０の等価回路図は図１７と同様である。実施例６の表示装置を構成す
る各構成要素は、実施例５において説明したと同様であるので、説明を省略する。後述す
る実施例７及び実施例８においても同様である。
【０２５２】
　実施例６に係る発光部ＥＬＰの駆動のタイミングチャートを模式的に図２１に示し、各
トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に図２２の（Ａ）乃至（Ｅ）に示す。
【０２５３】
　実施例６の駆動方法にあっては、実施例５において説明した工程（ｄ）と工程（ｅ）と
の間に、
　（ｇ）初期化期間に、走査回路１０１の動作に基づいてオン状態とされた書込みトラン
ジスタＴＲWを介してデータ線ＤＴＬから第１ノードＮＤ1に第１ノード初期化電圧を印加
して第１ノードＮＤ1の電位を初期化し、第１トランジスタ制御線ＡＺ１からの信号によ
りオン状態とされた第１トランジスタＴＲ1を介して第２ノードＮＤ2に第２ノード初期化
電圧ＶSSを印加して第２ノードＮＤ2の電位を初期化し、以て、第１ノードＮＤ1と第２ノ
ードＮＤ2との間の電位差が駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを超え、且つ、第２ノ
ードＮＤ2と発光部ＥＬＰに備えられたカソード電極との間の電位差が発光部ＥＬＰの閾
値電圧Ｖth-ELを超えないように、第１ノードＮＤ1の電位及び第２ノードＮＤ2の電位を
初期化する第２の前処理を行い、次いで、
　（ｈ）第１トランジスタ制御線ＡＺ１からの信号により第１トランジスタＴＲ1をオン
状態からオフ状態とし、
　（ｉ）走査回路１０１の動作に基づいて書込みトランジスタＴＲWを初期化期間におい
てオン状態とし、オン状態とされた書込みトランジスタＴＲWを介してデータ線ＤＴＬか
ら第１ノードＮＤ1に第１ノード初期化電圧ＶOfsを印加した状態で駆動電圧ＶCCを電源部
１００から駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に印加し、以て、水平
走査期間Ｈmの終期より前に位置する初期化期間において第１ノード初期化電圧ＶOfsから
駆動トランジスタＴＲDの閾値電圧Ｖthを減じた電位に達するまで第２ノードＮＤ2の電位
を変化させて駆動トランジスタＴＲDをオフ状態とする第２の閾値電圧キャンセル処理を
行う、
といった工程を備えている点が主に相違する他は、実施例５の駆動方法と同様の構成であ
る。
【０２５４】
　実施例２の有機ＥＬ表示装置の駆動方法に対して、実施例６の有機ＥＬ表示装置の駆動
方法は、電源部１００は一定の電圧ＶCCを印加し、工程（ｇ）において、第１トランジス
タＴＲ1を用いて第２ノードＮＤ2の電位を初期化する点が、主に相違する。図２１に示す
［期間－ＴＰ（３）-1］乃至［期間－ＴＰ（３）+3］の各期間は、実施例２において参照
した図１０に示す［期間－ＴＰ（２）-1］乃至［期間－ＴＰ（２）+3］の各期間に対応す
る。各水平走査期間における初期化期間及び映像信号期間と、図２１に示す［期間－ＴＰ
（３）-1］乃至［期間－ＴＰ（３）+3］の各期間との関係は、実施例２において図１０に
示す［期間－ＴＰ（２）-1］乃至［期間－ＴＰ（２）+3］について説明したと同様である
ので、説明を省略する。
【０２５５】
　　［期間－ＴＰ（３）-1］（図２１参照）
　この期間の動作は、実施例５において図１８及び図１９の（Ａ）を参照して説明した［
期間－ＴＰ（３）-1］の動作と同様であるので、説明を省略する。
【０２５６】
　　［期間－ＴＰ（３）0］（図２１参照）
　この期間の動作は、実施例５において図１８及び図１９の（Ｂ）を参照して説明した［
期間－ＴＰ（３）0］の動作と同様であるので、説明を省略する。
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【０２５７】
　　［期間－ＴＰ（３）1］（図２１参照）
、現表示フレームにおける第（ｍ－Ｐ）番目の水平走査期間Ｈm-Pが開始する。この［期
間－ＴＰ（３）1］において、工程（ａ）、即ち、上述した前処理を行う。この期間の動
作は、実施例５において図１８及び図１９の（Ｃ）を参照して説明した［期間－ＴＰ（３
）1］の動作と同様であるので、説明を省略する。
【０２５８】
　　［期間－ＴＰ（３）2］（図２１参照）
　この［期間－ＴＰ（３）2］の始期において、第１トランジスタ制御線ＡＺ１からの信
号により第１トランジスタＴＲ1をオン状態からオフ状態とする（上述した工程（ｂ））
。尚、第１トランジスタＴＲ1のオフ状態を、後述する［期間－ＴＰ（３）3A］の終期ま
で維持する。そして、この［期間－ＴＰ（３）2］において、工程（ｃ）、即ち、上述し
た閾値電圧キャンセル処理を行う。この期間の動作は、実施例５において図１８及び図１
９の（Ｄ）及び（Ｅ）を参照して説明した［期間－ＴＰ（３）2］の動作と同様であるの
で、説明を省略する。
【０２５９】
　　［期間－ＴＰ（３）3A］（図２１、図２２（Ａ）参照）
　この期間の動作は、実施例１において図７及び図８の（Ｆ）を参照して説明した［期間
－ＴＰ（２）3］の動作と実質的に同様である。この［期間－ＴＰ（３）3A］において、
駆動トランジスタＴＲDのオフ状態を維持する（上述した工程（ｄ））。
【０２６０】
　　［期間－ＴＰ（３）3B］（図２１、図２２（Ｂ）参照）
　この［期間－ＴＰ（３）3B］は、第ｍ番目の水平走査期間Ｈmの始期の直前の期間であ
る。この［期間－ＴＰ（３）3B］の始期において、第１トランジスタ制御線ＡＺ１からの
信号により第１トランジスタＴＲ1をオン状態とする。その結果、第２ノードＮＤ2の電位
はＶSSまで低下する。
【０２６１】
　　［期間－ＴＰ（３）4A］（図２１、図２２の（Ｃ）参照）
　そして、現表示フレームにおける第ｍ番目の水平走査期間Ｈmが開始する。この［期間
－ＴＰ（３）4A］において、工程（ｇ）、即ち、上述した第２の前処理を行う。［期間－
ＴＰ（３）4A］の始期において、走査線ＳＣＬからの信号により書込みトランジスタＴＲ

Wをオン状態とし、オン状態の書込みトランジスタＴＲWを介してデータ線ＤＴＬから第１
ノードＮＤ1に第１ノード初期化電圧ＶOfsを印加して第１ノードＮＤ1の電位を初期化す
る。また、第１トランジスタＴＲ1のオン状態を維持し第２ノードＮＤ2の電位をＶSSに維
持する。
【０２６２】
　その結果、第１ノードＮＤ1の電位は、ＶOfs（０ボルト）となる。第２ノードＮＤ2の
電位はＶSS（－１０ボルト）を保持する。
【０２６３】
　そして、［期間－ＴＰ（３）4A］の終期において、上述した工程（ｈ）を行う。具体的
には、第１トランジスタ制御線ＡＺ１からの信号により第１トランジスタＴＲ1をオン状
態からオフ状態とする。そして、［期間－ＴＰ（３）7］の終期まで第１トランジスタＴ
Ｒ1のオフ状態を維持する。
【０２６４】
　　［期間－ＴＰ（３）4B］（図２１、図２２の（Ｄ）及び（Ｅ）参照）
　この［期間－ＴＰ（３）4B］において、工程（ｉ）、即ち、上述した第２の閾値電圧キ
ャンセル処理を行う。この期間の動作は、実施例２において図１０及び図１１の（Ｄ）及
び（Ｅ）を参照して説明した［期間－ＴＰ（２）4B］の動作と実質的に同様であるので、
説明を省略する。
【０２６５】
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　　［期間－ＴＰ（３）5］（図２１参照）
　この［期間－ＴＰ（３）5］において、工程（ｅ）を行う。この期間の動作は、実施例
１において図７及び図９の（Ｂ）を参照して説明した［期間－ＴＰ（２）5］の動作と実
質的に同様であるので、説明を省略する。尚、［期間－ＴＰ（３）6］以降の各期間の動
作は、実施例５において説明したと同様であるので、説明を省略する。
【０２６６】
　実施例６の駆動方法にあっては、実施例２と同様に、書込み処理を行う直前に第２の閾
値電圧キャンセル処理を行う。これにより、例え［期間－ＴＰ（３）3A］の間において第
２ノードＮＤ2の電位が変動したとしても、書込み処理の直前に第２ノードＮＤ2の電位は
（ＶOfs－Ｖth＝－３ボルト）に再度設定される。従って、［期間－ＴＰ（３）3A］の間
において第２ノードＮＤ2の電位が変動しても、表示すべき画像の輝度に影響を与えるこ
とがないといった利点を有する。
【実施例７】
【０２６７】
　実施例７も、本発明の第２の態様に係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法に関する。実施例
７も、実施例５の変形である。実施例５に対する実施例７の関係は、実施例１に対する実
施例３の関係と対応する。
【０２６８】
　実施例７の駆動方法においても、実施例５において説明した工程（ａ）乃至（ｆ）を行
う。但し、実施例７の駆動方法にあっては、初期化期間において、信号出力回路１０２は
、第１ノード初期化電圧として第１初期化電圧をデータ線ＤＴＬに印加し、次いで、第１
初期化電圧に替えて、第１初期化電圧より低い第２初期化電圧を第１ノード初期化電圧と
してデータ線ＤＴＬに印加する点が相違する。
【０２６９】
　実施例７に係る発光部ＥＬＰの駆動のタイミングチャートを模式的に図２３に示し、各
トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に図２４の（Ａ）乃至（Ｆ）に示す。
【０２７０】
　図２３に示す［期間－ＴＰ（３）-1］乃至［期間－ＴＰ（３）+3］の各期間は、実施例
３において参照した図１２に示す［期間－ＴＰ（２）-1］乃至［期間－ＴＰ（２）+3］の
各期間に対応する。各水平走査期間における初期化期間及び映像信号期間と、図２３に示
す［期間－ＴＰ（３）-1］乃至［期間－ＴＰ（３）+3］の各期間との関係は、実施例３に
おいて図１２に示す［期間－ＴＰ（２）-1］乃至［期間－ＴＰ（２）+3］について説明し
たと同様であるので、説明を省略する。
【０２７１】
　実施例７の駆動方法にあっては、図２３における［期間－ＴＰ（３）0］及び［期間－
ＴＰ（３）1］における動作は、実施例５において図１８を参照して説明した［期間－Ｔ
Ｐ（３）0］及び［期間－ＴＰ（３）1］の動作と同様であるので、説明を省略する。また
、図２３における［期間－ＴＰ（３）2A］乃至［期間－ＴＰ（３）7］における動作は、
実施例３において図１２を参照して説明した［期間－ＴＰ（２）2A］乃至［期間－ＴＰ（
２）7］における動作と実質的に同様であるのでので、説明を省略する。
【０２７２】
　実施例７の駆動方法における特有の効果は、実施例３の駆動方法における特有の効果と
同様である。実施例５に対し、［期間－ＴＰ（３）3］の間における駆動トランジスタＴ
ＲDのオフ抵抗の値を高くすることができる。これにより、駆動トランジスタＴＲDのリー
ク等により生じうる［期間－ＴＰ（３）3］における第２ノードＮＤ2及び第１ノードＮＤ

1の電位変動をより低減することができるといった利点を有する。
【実施例８】
【０２７３】
　実施例８も、本発明の第２の態様に係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法に関する。実施例
８も、実施例５の変形である。実施例５に対する実施例８の関係は、実施例１に対する実
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施例４の関係と対応する。
【０２７４】
　実施例８の駆動方法においても、実施例５において説明した工程（ａ）乃至（ｆ）を行
う。但し、実施例８の駆動方法にあっては、前期工程（ａ）を水平走査期間Ｈm-Pよりも
先行する水平走査期間における初期化期間に行う点が相違する。
【０２７５】
　実施例８に係る発光部ＥＬＰの駆動のタイミングチャートを模式的に図２５に示し、各
トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に図２６の（Ａ）乃至（Ｅ）に示す。
【０２７６】
　図２５に示す［期間－ＴＰ（３）-1］乃至［期間－ＴＰ（３）+3］の各期間は、実施例
４において参照した図１４に示す［期間－ＴＰ（２）-1］乃至［期間－ＴＰ（２）+3］の
各期間に対応する。各水平走査期間における初期化期間及び映像信号期間と、図２５に示
す［期間－ＴＰ（３）-1］乃至［期間－ＴＰ（３）+3］の各期間との関係は、実施例４に
おいて図１４に示す［期間－ＴＰ（２）-1］乃至［期間－ＴＰ（２）+3］について説明し
たと同様であるので、説明を省略する。
【０２７７】
　実施例８の駆動方法にあっては、図２５における［期間－ＴＰ（３）0］及び［期間－
ＴＰ（３）1］における動作は、実施例５において図１８を参照して説明した［期間－Ｔ
Ｐ（３）0］及び［期間－ＴＰ（３）1］の動作と同様であるので、説明を省略する。また
、図２５における［期間－ＴＰ（３）2A］乃至［期間－ＴＰ（３）7］における動作は、
実施例３において図１２を参照して説明した［期間－ＴＰ（２）2A］乃至［期間－ＴＰ（
２）7］における動作と実質的に同様であるのでので、説明を省略する。
【実施例９】
【０２７８】
　実施例９も、本発明の第２の態様に係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法に関する。実施例
９は、実施例５乃至実施例８の変形である。実施例９にあっては、駆動回路１１は４トラ
ンジスタ／１容量部から構成されている（４Ｔｒ／１Ｃ駆動回路）。実施例９に係る有機
ＥＬ表示装置の概念図を図２７に示し、駆動回路１１を含む有機ＥＬ表示素子１０の等価
回路図を図２８に示す。
【０２７９】
　先ず、駆動回路の詳細について説明する。
【０２８０】
　４Ｔｒ／１Ｃ駆動回路も、上述した３Ｔｒ／１Ｃ駆動回路と同様に、書込みトランジス
タＴＲW、駆動トランジスタＴＲD及び第１トランジスタＴＲ1の３つのトランジスタ、１
つの容量部Ｃ1を備えている。そして、４Ｔｒ／１Ｃ駆動回路においては、更に、第２ト
ランジスタＴＲ2を備えている。
【０２８１】
　　［駆動トランジスタＴＲD］
　駆動トランジスタＴＲDの構成は、実施例５において説明した駆動トランジスタＴＲDの
構成と同じであるので、詳細な説明は省略する。実施例５において説明したと同様に、電
源部１００は一定の電圧ＶCCを駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域に
印加する。
【０２８２】
　　［書込みトランジスタＴＲW］
　書込みトランジスタＴＲWの構成は、実施例１において説明した書込みトランジスタＴ
ＲWの構成と同じであるので、詳細な説明は省略する。
【０２８３】
　　［第１トランジスタＴＲ1］
　第１トランジスタＴＲ1の構成は、実施例５において説明した第１トランジスタＴＲ1の
構成と同じであるので、詳細な説明は省略する。
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【０２８４】
　実施例９の駆動回路１１は、更に、第２トランジスタＴＲ2を備えており、
　電源部１００と駆動トランジスタＴＲDの一方のソース／ドレイン領域とは、第２トラ
ンジスタＴＲ2を介して接続されている。そして、第１トランジスタＴＲ1がオン状態であ
るとき、第２トランジスタＴＲ2をオフ状態とする点が、実施例５乃至実施例８と相違す
る。
【０２８５】
　具体的には、第２トランジスタＴＲ2においては、
　（Ｄ－１）一方のソース／ドレイン領域は、電源部１００に接続されており、
　（Ｄ－２）他方のソース／ドレイン領域には、駆動トランジスタＴＲDの一方のソース
／ドレイン領域に接続されており、
　（Ｄ－３）ゲート電極は、第２トランジスタ制御線ＣＬに接続されている。第２トラン
ジスタ制御線ＣＬの一端は、第２トランジスタ制御回路１０４に接続されている。
【０２８６】
　実施例５において、オン状態の第１トランジスタＴＲ1を介して第２ノード初期化電圧
ＶSSが第２ノードＮＤ2に印加されるとき、第２ノードＮＤ2には、駆動トランジスタＴＲ

Dを介して駆動電圧ＶCCも印加されることを説明した。この場合、駆動トランジスタＴＲD

と第１トランジスタＴＲ1を介して貫通電流が流れるといった問題がある。
【０２８７】
　そこで、実施例９にあっては、実施例５乃至実施例８において説明した動作において、
第１トランジスタＴＲ1をオン状態とするとき、第２トランジスタ制御回路１０４からの
信号に基づき、第２トランジスタＴＲ2をオフ状態とする。
【０２８８】
　一例として、実施例５において参照した図１８に示す［期間－ＴＰ（３）-1］乃至［期
間－ＴＰ（３）2］の各期間に対応した動作を実施例９において行ったときの、各トラン
ジスタのオン／オフ状態等を模式的に図２９の（Ａ）乃至（Ｄ）に示す。
【０２８９】
　図２９の（Ａ）に示すように、［期間－ＴＰ（３）-1］においては、第２トランジスタ
制御回路１０４からの信号に基づき、第２トランジスタＴＲ2をオン状態とする。
【０２９０】
　そして、図２９の（Ｂ）及び（Ｃ）に示すように、［期間－ＴＰ（３）0］及び［期間
－ＴＰ（３）1］においては、第２トランジスタ制御回路１０４からの信号に基づき、第
２トランジスタＴＲ2をオフ状態とする。従って、これらの期間において、駆動トランジ
スタＴＲDと第１トランジスタＴＲ1を介して貫通電流が流れるといったことはない。
【０２９１】
　次いで、図２９の（Ｄ）に示すように、［期間－ＴＰ（３）2］においては、第２トラ
ンジスタ制御回路１０４からの信号に基づき、第２トランジスタＴＲ2をオフ状態とする
。そして、［期間－ＴＰ（３）2］の終期以降も第２トランジスタＴＲ2のオフ状態を維持
すればよい。
【０２９２】
　以上、実施例５における動作と対比して実施例９の動作を説明したが、これに限るもの
ではない。実施例６乃至実施例８における動作と対比した場合においても、第１トランジ
スタＴＲ1がオン状態であるとき、第２トランジスタＴＲ2をオフ状態とすることにより、
貫通電流が流れることを防ぐことができる。
【実施例１０】
【０２９３】
　実施例１０も、本発明の第２の態様に係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法に関する。実施
例１０は、実施例９の変形である。実施例１０においても、駆動回路１１は４トランジス
タ／１容量部から構成されている（４Ｔｒ／１Ｃ駆動回路）。実施例１０に係る有機ＥＬ
表示装置を構成する駆動回路１１を含む有機ＥＬ表示素子１０の等価回路図を図３０に示
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す。尚、実施例１０に係る有機ＥＬ表示装置の模式図は図１６に示したと同様であるので
、説明を省略する。
【０２９４】
　先ず、駆動回路の詳細について説明する。実施例１０にあっては、第２トランジスタＴ
Ｒ2は、第１トランジスタＴＲ1とは異なる導電型のトランジスタから構成されており、第
２トランジスタＴＲ2のゲート電極は、第１トランジスタ制御線ＡＺ１に接続されている
。
【０２９５】
　具体的には、実施例１０にあっては、第１トランジスタＴＲ1は実施例９と同様にｎチ
ャネル型トランジスタから構成されており、第２トランジスタＴＲ2はｐチャネル型トラ
ンジスタから構成されている。
【０２９６】
　上述した構成によれば、第１トランジスタ制御線ＡＺ１がハイレベルであるとき、第１
トランジスタＴＲ1はオン状態であり、第２トランジスタＴＲ2はオフ状態である。また、
第１トランジスタ制御線ＡＺ１がローレベルであるとき、第１トランジスタＴＲ1はオフ
状態であり、第２トランジスタＴＲ2はオン状態である。
【０２９７】
　実施例５において参照した図１８に示す［期間－ＴＰ（３）-1］乃至［期間－ＴＰ（３
）2］の各期間に対応した動作を実施例１０において行ったときの、各トランジスタのオ
ン／オフ状態等を模式的に図３１の（Ａ）乃至（Ｄ）に示す。
【０２９８】
　図３１の（Ａ）に示すように、［期間－ＴＰ（３）-1］においては、第１トランジスタ
制御回路１０３からの信号に基づき、第１トランジスタＴＲ1はオフ状態である。このと
き、第２トランジスタＴＲ2はオン状態である。
【０２９９】
　そして、図３１の（Ｂ）及び（Ｃ）に示すように、［期間－ＴＰ（３）0］及び［期間
－ＴＰ（３）1］においては、第１トランジスタ制御回路１０３からの信号に基づき、第
１トランジスタＴＲ1をオン状態とする。このとき、第２トランジスタＴＲ2はオフ状態で
ある。従って、これらの期間において、駆動トランジスタＴＲDと第１トランジスタＴＲ1

を介して貫通電流が流れるといったことはない。
【０３００】
　次いで、図３１の（Ｄ）に示すように、［期間－ＴＰ（３）2］においては、第１トラ
ンジスタ制御回路１０３からの信号に基づき、第１トランジスタＴＲ1をオフ状態とする
。第２トランジスタＴＲ2はオン状態である。そして、［期間－ＴＰ（３）2］の終期以降
も第１トランジスタＴＲ1のオフ状態を維持すれば、第２トランジスタＴＲ2はオン状態を
維持する。

【０３０１】
　従って、実施例９において説明したと同様に、第１トランジスタＴＲ1がオン状態であ
るとき、第２トランジスタＴＲ2をオフ状態とすることにより、貫通電流が流れることを
防ぐことができる。これに加え、実施例１０においては、実施例９において説明した第２
トランジスタ制御回路１０４や第２トランジスタ制御線ＣＬを必要としないといった利点
を有する。
【０３０２】
　以上、本発明を好ましい実施例に基づき説明したが、本発明はこれらの実施例に限定さ
れるものではない。実施例において説明した有機ＥＬ表示装置、有機ＥＬ表示素子、駆動
回路を構成する各種の構成要素の構成、構造、発光部の駆動方法における工程は例示であ
り、適宜、変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【０３０３】
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【図１】図１は、実施例１に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置の概念図である
。
【図２】図２は、駆動回路を含む有機エレクトロルミネッセンス表示素子の等価回路図で
ある。
【図３】図３は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置の模式的な一部断面図である。
【図４】図４は、参考例に係る有機エレクトロルミネッセンス発光部の駆動のタイミング
チャートの模式図である。
【図５】図５の（Ａ）乃至（Ｆ）は、有機エレクトロルミネッセンス表示素子の駆動回路
を構成する各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に示す図である。
【図６】図６の（Ａ）及び（Ｂ）は、図５の（Ｆ）に引き続き、有機エレクトロルミネッ
センス表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に示す
図である。
【図７】図７は、実施例１に係る有機エレクトロルミネッセンス発光部の駆動のタイミン
グチャートの模式図である。
【図８】図８の（Ａ）乃至（Ｆ）は、有機エレクトロルミネッセンス表示素子の駆動回路
を構成する各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に示す図である。
【図９】図９の（Ａ）乃至（Ｆ）は、図８の（Ｆ）に引き続き、有機エレクトロルミネッ
センス表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に示す
図である。
【図１０】図１０は、実施例２に係る有機エレクトロルミネッセンス発光部の駆動のタイ
ミングチャートの模式図である。
【図１１】図１１の（Ａ）乃至（Ｅ）は、有機エレクトロルミネッセンス表示素子の駆動
回路を構成する各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に示す図である。
【図１２】図１２は、実施例３に係る有機エレクトロルミネッセンス発光部の駆動のタイ
ミングチャートの模式図である。
【図１３】図１３の（Ａ）乃至（Ｆ）は、有機エレクトロルミネッセンス表示素子の駆動
回路を構成する各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に示す図である。
【図１４】図１４は、実施例４に係る有機エレクトロルミネッセンス発光部の駆動のタイ
ミングチャートの模式図である。
【図１５】図１５の（Ａ）乃至（Ｅ）は、有機エレクトロルミネッセンス表示素子の駆動
回路を構成する各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に示す図である。
【図１６】図１６は、実施例５に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置の概念図で
ある。
【図１７】図１７は、駆動回路を含む有機エレクトロルミネッセンス表示素子の等価回路
図である。
【図１８】図１８は、実施例５に係る有機エレクトロルミネッセンス発光部の駆動のタイ
ミングチャートの模式図である。
【図１９】図１９の（Ａ）乃至（Ｆ）は、有機エレクトロルミネッセンス表示素子の駆動
回路を構成する各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に示す図である。
【図２０】図２０の（Ａ）乃至（Ｆ）は、図１９の（Ｆ）に引き続き、有機エレクトロル
ミネッセンス表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的
に示す図である。
【図２１】図２１は、実施例６に係る有機エレクトロルミネッセンス発光部の駆動のタイ
ミングチャートの模式図である。
【図２２】図２２の（Ａ）乃至（Ｅ）は、有機エレクトロルミネッセンス表示素子の駆動
回路を構成する各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に示す図である。
【図２３】図２３は、実施例７に係る有機エレクトロルミネッセンス発光部の駆動のタイ
ミングチャートの模式図である。
【図２４】図２４の（Ａ）乃至（Ｆ）は、有機エレクトロルミネッセンス表示素子の駆動
回路を構成する各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に示す図である。
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【図２５】図２５は、実施例８に係る有機エレクトロルミネッセンス発光部の駆動のタイ
ミングチャートの模式図である。
【図２６】図２６の（Ａ）乃至（Ｅ）は、有機エレクトロルミネッセンス表示素子の駆動
回路を構成する各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に示す図である。
【図２７】図２７は、実施例９に係る有機エレクトロルミネッセンス表示装置の概念図で
ある。
【図２８】図２８は、駆動回路を含む有機エレクトロルミネッセンス表示素子の等価回路
図である。
【図２９】図２９の（Ａ）乃至（Ｄ）は、有機エレクトロルミネッセンス表示素子の駆動
回路を構成する各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に示す図である。
【図３０】図３０は、駆動回路を含む有機エレクトロルミネッセンス表示素子の等価回路
図である。
【図３１】図３１の（Ａ）乃至（Ｄ）は、有機エレクトロルミネッセンス表示素子の駆動
回路を構成する各トランジスタのオン／オフ状態等を模式的に示す図である。
【符号の説明】
【０３０４】
ＴＲW・・・書込みトランジスタ、ＴＲD・・・駆動トランジスタ、ＴＲ1・・・第１トラ
ンジスタ、ＴＲ2・・・第２トランジスタ、Ｃ1・・・容量部、ＥＬＰ・・・有機エレクト
ロルミネッセンス発光部、ＣEL・・・発光部ＥＬＰの容量、ＮＤ1・・・第１ノード、Ｎ
Ｄ2・・・第２ノード、ＳＣＬ・・・走査線、ＤＴＬ・・・データ線、ＡＺ１・・・第１
トランジスタ制御線、ＡＺ２・・・第２トランジスタ制御線、ＣＬ・・・制御線、ＰＳ１
・・・給電線、ＰＳ２・・・給電線、１０・・・有機エレクトロルミネッセンス表示素子
、１１・・・駆動回路、２０・・・支持体、２１・・・基板、３１・・・ゲート電極、３
２・・・ゲート絶縁層、３３・・・半導体層、３４・・・チャネル形成領域、３５，３５
・・・ソース／ドレイン領域、３６・・・他方の電極、３７・・・一方の電極、３８・・
・配線、３９・・・配線、４０・・・層間絶縁層、５１・・・アノード電極、５２・・・
正孔輸送層、発光層及び電子輸送層、５３・・・カソード電極、５４・・・第２層間絶縁
層、５５，５６・・・コンタクトホール、１００・・・電源部、１０１・・・走査回路、
１０２・・・信号出力回路、１０３・・・第１トランジスタ制御回路、１０４・・・第２
トランジスタ制御回路
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              特開２００９－２７１３３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１６８９６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－３２８６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２７１０９５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｇ　　　３／２０－３／３８
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种驱动有机EL显示装置的方法，以减少当向有机EL发光部件施加反向电压时引起的劣化。 ŽSOLUTION：
驱动方法包括：（a）进行预处理; （b）保持驱动电压从电源部分施加到驱动晶体管的源/漏区之一的状态; （c）执行阈值电压消除
以关闭驱动晶体管; （d）通过基于扫描电路的操作关闭写入晶体管，并保持驱动晶体管的截止状态，使第一节点处于浮置状态; 
（e）进行书面处理; （f）通过基于扫描电路的操作关闭写入晶体管使第一节点处于浮置状态，并将与第一节点和第二节点之间的
电位差值对应的电流提供给有机电致发光发光部分来自电源部分，通过驱动晶体管。 Ž
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